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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のトランジスタ、第２のトランジスタ、第３のトランジスタ、容量素子、及び第１
の発光素子を各画素に有する画素部と、第４のトランジスタ及び第２の発光素子を有する
モニタ用回路とを有する表示装置であって、
　前記第１の発光素子は、第１の電極及び第２の電極を有し、
　前記第２の発光素子は、第３の電極及び第４の電極を有し、
　前記第１のトランジスタのゲートは、ゲート信号線と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、ソース信号線と電気的に接
続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第１の電極と電気的に
接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第３のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、第１の電源供給線と電気的
に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第１の電極と電気的に
接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートと、前記第２のトランジスタのソースまたはドレイン
の他方との間に、前記容量素子が電気的に接続され、
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　前記第３のトランジスタのゲートは、前記ゲート信号線と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第１の電源供給線と電
気的に接続され、
　前記第２の電極及び前記第４の電極は、第２の電源供給線と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第４のトランジスタの
ゲート、電流源、及び電圧フォロワ回路の入力と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第３の電極と電気的に
接続され、
　前記電圧フォロワ回路の出力は、ビデオ用電流源が出力する電流の大きさを制御するビ
デオ信号生成回路と電気的に接続され、
　前記ソース信号線には、前記ビデオ用電流源から電流が供給されることを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　第１のトランジスタ、第２のトランジスタ、第３のトランジスタ、第４のトランジスタ
、容量素子、及び第１の発光素子を各画素に有する画素部と、第５のトランジスタ及び第
２の発光素子を有するモニタ用回路とを有する表示装置であって、
　前記第１の発光素子は、第１の電極及び第２の電極を有し、
　前記第２の発光素子は、第３の電極及び第４の電極を有し、
　前記第１のトランジスタのゲートは、ゲート信号線と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、ソース信号線と電気的に接
続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第３のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第４のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、第１の電源供給線と電気的
に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第１の電極と電気的に
接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートと、配線との間に、前記容量素子が電気的に接続され
、
　前記第３のトランジスタのゲートは、前記ゲート信号線と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２のトランジスタの
ゲートと電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第１のトランジスタの
ソースまたはドレインの他方と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第１の電極と電気的に
接続され、
　前記第２の電極及び前記第４の電極は、第２の電源供給線と電気的に接続され、
　前記第５のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第５のトランジスタの
ゲート、電流源、及び電圧フォロワ回路の入力と電気的に接続され、
　前記第５のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第３の電極と電気的に
接続され、
　前記電圧フォロワ回路の出力は、ビデオ用電流源が出力する電流の大きさを制御するビ
デオ信号生成回路と電気的に接続され、
　前記ソース信号線には、前記ビデオ用電流源から電流が供給されることを特徴とする表
示装置。
【請求項３】
　第１のトランジスタ、第２のトランジスタ、第３のトランジスタ、容量素子、及び第１
の発光素子を各画素に有する画素部と、第４のトランジスタ及び第２の発光素子を有する
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モニタ用回路とを有する表示装置であって、
　前記第１の発光素子は、第１の電極及び第２の電極を有し、
　前記第２の発光素子は、第３の電極及び第４の電極を有し、
　前記第１のトランジスタのゲートは、第１のゲート信号線と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、ソース信号線と電気的に接
続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２のトランジスタの
ゲートと電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、第１の電源供給線と電気的
に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第１の電極と電気的に
接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートと、前記第２のトランジスタのソースまたはドレイン
の他方との間に、前記容量素子が電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのゲートは、第２のゲート信号線と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第１の電源供給線と電
気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２のトランジスタの
ゲートと電気的に接続され、
　前記第２の電極及び前記第４の電極は、第２の電源供給線と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第４のトランジスタの
ゲート、電流源、及び電圧フォロワ回路の入力と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第３の電極と電気的に
接続され、
　前記電圧フォロワ回路の出力は、ビデオ信号生成回路と電気的に接続され、
　前記ソース信号線には、アナログスイッチを介して前記ビデオ信号生成回路からビデオ
信号が供給されることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、前記第１の発光素子及び前記第２の発光素子は
、ＥＬ素子であることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一に記載の表示装置を具備することを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項５において、前記電子機器はテレビジョン装置であることを特徴とする電子機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光素子を含む表示装置及びテレビジョン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子を代表とする発光素子
を含む表示装置の開発が進められ、自発光型ゆえの高画質、広視野角、薄型、軽量等の利
点を活かして、幅広い利用が期待されている。発光素子は、その輝度が電流値に比例する
性質を有するため、階調を正確に表現するために、当該発光素子に一定の電流を流す定電
流駆動を採用する表示装置がある（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００３－３２３１５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　発光素子は、周囲の温度（以下環境温度と表記）により、その抵抗値（内部抵抗値）が
変化する性質を有する。具体的には、室温を通常の温度としたとき、温度が通常よりも高
くなると抵抗値が低下し、温度が通常よりも低くなると抵抗値が上昇する。そのため、温
度が高くなると電流値が増加して所望の輝度よりも高い輝度となり、温度が低くなると同
じ電圧を印加した場合、電流値が低下して所望の輝度よりも低い輝度となる。このような
発光素子の性質は、発光素子の電圧電流特性と温度の関係のグラフ（図１７（Ａ）参照。
）に示す通りである。また、発光素子は、経時的にその電流値が減少する性質を有する。
具体的には、発光時間及び非発光時間が累積すると発光素子の劣化に伴い抵抗値が上昇す
る。そのため、発光時間及び非発光時間が累積すると同じ電圧を印加した場合、電流値が
低下して所望の輝度より低い輝度となる。このような発光素子の性質は、発光素子の電圧
電流特性と時間の関係のグラフ（図１７（Ｂ）参照。）に示す通りである。
【０００４】
　上述したような発光素子が有する性質により、環境温度が変化したり、経時変化が生じ
たりすると、輝度にバラツキが生じてしまう。上記の実情を鑑み、本発明は、環境温度の
変化と経時変化に起因した発光素子の電流値の変動による影響を抑制することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、環境温度の変化の補償機能と経時変化の補償機能（以下総称して補償機能と
もいう。）を備えた表示装置である。
【０００６】
　本発明は、第１トランジスタと第２トランジスタとを有する表示装置である。第１トラ
ンジスタのドレイン端子と、第２トランジスタのドレイン端子とは、電気的に接続されて
いる。第１トランジスタのソース端子と、第１発光素子に電流を流すための第１の電極と
は、電気的に接続されている。第２トランジスタのソース端子と、第２発光素子に電流を
流すための第１の電極とは、電気的に接続されている。第２発光素子に電流を流すための
他方の電極と、増幅回路の入力端子とは、電気的に接続されている。第２発光素子に電流
を流すための第２の電極と、電流源回路とは、電気的に接続されている。第１発光素子に
電流を流すための第２の電極と、増幅回路の出力端子とは、電気的に接続されている。
【０００７】
　本発明は、第１トランジスタと第２トランジスタとを有する表示装置である。第１トラ
ンジスタのソース端子と第１発光素子に電流を流すための第１の電極とは、電気的に接続
されている。第２トランジスタのソース端子と第２発光素子に電流を流すための第１の電
極とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのゲート端子と前記第２トランジス
タのドレイン端子とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と、
増幅回路の入力端子とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と
、電流源回路とは、電気的に接続されている。第１発光素子に電流を流すための第２の電
極と第２発光素子に電流を流すための第２の電極とは、電気的に接続されている。第１ト
ランジスタのゲート端子とビデオ信号生成回路の出力端子とは、電気的に接続されている
。増幅回路の出力端子と、ビデオ信号生成回路の入力端子とは、電気的に接続されている
。
【０００８】
　本発明は、第１トランジスタと第２トランジスタとを有する表示装置である。第１トラ
ンジスタのソース端子と第１発光素子に電流を流すための第１の電極とは、電気的に接続
されている。第２トランジスタのソース端子と第２発光素子に電流を流すための第１の電
極とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と、増幅回路の入力
端子とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と、電流源回路と
は、電気的に接続されている。第１発光素子に電流を流すための第２の電極と第２発光素
子に電流を流すための第２の電極とは、電気的に接続されている。増幅回路の出力端子と
、第１トランジスタのドレイン端子とは、電気的に接続されている。
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【０００９】
　本発明は、第１トランジスタと第２トランジスタと第１発光素子と第２発光素子とを有
する表示装置である。第１トランジスタのドレイン端子と第２トランジスタのドレイン端
子とは、電気的に接続されている。第１トランジスタのソース端子と第１発光素子の一方
の電極とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのソース端子と第２発光素子の
一方の電極とは、電気的に接続されている。第２発光素子の他方の電極と、電圧フォロワ
回路の入力端子とは、電気的に接続されている。第２発光素子の他方の電極と電流源回路
とは、電気的に接続されている。第１発光素子の他方の電極と電圧フォロワ回路の出力端
子とは、電気的に接続されている。
【００１０】
　本発明は、第１トランジスタと第２トランジスタと第１発光素子と第２発光素子とを有
する表示装置である。第１トランジスタのソース端子と前記第１発光素子の一方の電極と
は、電気的に接続されている。第２トランジスタのソース端子と第２発光素子の一方の電
極とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのゲート端子と第２トランジスタの
ドレイン端子とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と電圧フ
ォロワ回路の入力端子とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子
と電流源回路とは、電気的に接続されている。第１発光素子の他方の電極と前記第２発光
素子の他方の電極とは、電気的に接続されている。第１トランジスタのゲート端子とビデ
オ信号生成回路の出力端子とは、電気的に接続されている。電圧フォロワ回路の出力端子
とビデオ信号生成回路の入力端子とは、電気的に接続されている
【００１１】
　本発明は、第１トランジスタと第２トランジスタと第１発光素子と第２発光素子とを有
する表示装置である。第１トランジスタのソース端子と第１発光素子の一方の電極とは、
電気的に接続されている。第２トランジスタのソース端子と第２発光素子の一方の電極と
は、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と電圧フォロワ回路の入
力端子とは、電気的に接続されている。第２トランジスタのドレイン端子と電流源回路と
は、電気的に接続されている。第１発光素子の他方の電極と第２発光素子の他方の電極と
は、電気的に接続されている。電圧フォロワ回路の出力端子と第１トランジスタのドレイ
ン端子とは、電気的に接続されている。
【００１２】
　上記構成において、各トランジスタは、アモルファス半導体膜若しくはセミアモルファ
ス半導体膜でチャネル形成領域が形成されるものを適用することができる。すなわち、ア
モルファス半導体膜若しくはセミアモルファス半導体膜で形成した薄膜トランジスタ（以
下、ＴＦＴともいう。）を用いることができる。
【００１３】
　本発明は、上記したいずれか一の構成を備えたテレビジョン装置である。当該テレビジ
ョン装置は、画素を、エレクトロルミネセンス材料を用いて形成した発光素子で構成した
薄型の装置である。
【発明の効果】
【００１４】
　環境温度の変化と経時変化に起因した、発光素子の電流値の変動による影響を抑制した
表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多く
の異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱すること
なくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従っ
て本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１６】
（実施の形態１）　図１（Ａ）に、回路の構成を示す。画素には、選択トランジスタ３０
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０１、駆動トランジスタ３００２、発光素子３００６が配置されており、ビデオ信号が入
力されるソース信号線３００３と駆動トランジスタ３００２のゲート端子とは、選択トラ
ンジスタ３００１を介して接続されている。選択トランジスタ３００１のゲート端子には
、ゲート信号線３００７が接続されている。第１電源供給線３００４と第２電源供給線３
００５との間には、駆動トランジスタ３００２と発光素子３００６とが接続されている。
そして、第１電源供給線３００４から第２電源供給線３００５の方に電流が流れる。発光
素子３００６は、そこを流れる電流の大きさに応じて発光する。
【００１７】
　シフトレジスタ３００８を用いて、ビデオ信号が入力されるビデオ線３０１０とソース
信号線３００３の間に配置されたアナログスイッチ３００９を制御する。そして、ソース
信号線３００３に供給されたビデオ信号は、駆動トランジスタ３００２のゲート電極に入
力される。そして、ビデオ信号の大きさに応じて、駆動トランジスタ３００２に電流が流
れ、発光素子３００６にも流れていく。
【００１８】
　なお、駆動トランジスタ３００２のゲート端子に入力されるビデオ信号を保持するため
に、容量素子が配置されていてもよい。その場合、駆動トランジスタ３００２のゲート端
子と駆動トランジスタ３００２のドレイン端子との間に、容量素子を配置してもよいし、
駆動トランジスタ３００２のゲート端子と駆動トランジスタ３００２のソース端子との間
に、容量素子を配置してもよい。あるいは、駆動トランジスタ３００２のゲート端子と別
の配線（専用の配線や、前段の画素のゲート信号線など）との間に、容量素子を配置して
もよい。あるいは、駆動トランジスタ３００２のゲート容量により、容量素子を配置しな
いことも可能である。なお、駆動トランジスタ３００２や選択トランジスタ３００１は、
Ｎチャネル型であるとする。ただし、これに限定されない。
【００１９】
　このような画素構成の場合、第１電源供給線３００４と第２電源供給線３００５の電位
が固定されていると、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２に電流が流れ続け、
特性が劣化してくる。また、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２は、その温度
によって、特性が変わってくる。具体的には、発光素子３００６に電流が流れ続けている
と、電圧電流特性がシフトしてくる。つまり、発光素子３００６の抵抗値が高くなって、
同じ電圧を加えていても、流れる電流値が小さくなってしまう。また、同じ大きさの電流
が流れていても、発光効率が低下し、輝度が低くなってしまう。温度特性としては、温度
が下がると、発光素子３００６の電圧電流特性がシフトし、発光素子３００６の抵抗値が
高くなってしまう。
【００２０】
　同様に、駆動トランジスタ３００２に電流が流れ続けていると、しきい値電圧が大きく
なり、同じゲート電圧を加えていても、電流が小さくなってしまう。また、温度によって
も、流れる電流値が変動してしまう。
【００２１】
　そこで、モニタ用回路を用いて、上述のような劣化や変動の影響を補正する。本実施の
形態では、第２電源供給線３００５の電位を調整することにより、発光素子３００６の劣
化や駆動トランジスタ３００２の温度による電流値の変動を補正する。
【００２２】
　そこで、モニタ用回路の構成について述べる。第１電源供給線３００４と第３電源供給
線３０１２の間には、モニタ用駆動トランジスタ３０１４、モニタ用発光素子３０１１、
モニタ用電流源３０１３が接続されている。そして、モニタ用発光素子３０１１とモニタ
用電流源３０１３との接点には、電圧フォロワ回路３０１５の入力端子が接続されている
。電圧フォロワ回路３０１５の出力端子には、第２電源供給線３００５が接続されている
。したがって、第２電源供給線３００５の電位は、電圧フォロワ回路３０１５の出力によ
って制御される。
【００２３】
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　次に、モニタ用回路の動作について述べる。まず、モニタ用電流源３０１３は、最も明
るい階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、発光素子３００６に流したい大きさ
の電流を流す。この時の電流値をＩｍａｘとする。そして、モニタ用駆動トランジスタ３
０１４のゲート端子には、最も明るい階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、画
素（駆動トランジスタ３００２のゲート端子）に入力するビデオ信号と同じ大きさの電位
Ｖｂを加える。
【００２４】
　すると、モニタ用駆動トランジスタ３０１４のゲート・ソース間電圧には、Ｉｍａｘの
大きさの電流を流すのに必要な大きさの電圧が加わる。つまり、モニタ用駆動トランジス
タ３０１４のソース電位は、Ｉｍａｘの大きさの電流を流すのに必要な大きさの電位とな
る。もし、モニタ用駆動トランジスタ３０１４のしきい値電圧が劣化や温度などによって
変わったとしても、それに応じて、ゲート・ソース間電圧（ソース電位）も変化し、最適
な大きさになる。よって、しきい値電圧の変動（劣化や温度変化など）の影響を補正する
ことが出来る。
【００２５】
　同様に、モニタ用発光素子３０１１の両端の電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流す
のに必要な大きさの電圧が加わる。もし、モニタ用発光素子３０１１の電圧電流特性が劣
化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、モニタ用発光素子３０１１の両
端の電圧も変化し、最適な大きさになる。よって、モニタ用発光素子３０１１の変動（劣
化や温度変化など）の影響を補正することが出来る。
【００２６】
　電圧フォロワ回路３０１５の入力端子には、モニタ用駆動トランジスタ３０１４にかか
る電圧と、モニタ用発光素子３０１１にかかる電圧の合計が入力されている。したがって
、電圧フォロワ回路３０１５の出力端子、つまり、第２電源供給線３００５の電位は、モ
ニタ用回路によって補正されることになり、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００
２も、劣化や温度による変動が補正される。
【００２７】
　なお、電圧フォロア回路はこれに限定されない。つまり入力電流に応じた電圧を出力す
る回路であればなんでもよい。電圧フォロア回路も増幅回路の一種であるが、これに限定
されない。オペアンプ、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジスタのいずれかもしく
は複数を組み合わせて、回路を構成すればよい。
【００２８】
　なお、モニタ用発光素子３０１１やモニタ用駆動トランジスタ３０１４は、発光素子３
００６や駆動トランジスタ３００２と同時に、同じ製造方法で、同じ基板上に作成される
ことが望ましい。なぜなら、モニタ用の発光素子と駆動トランジスタと、画素に配置され
ている発光素子と駆動トランジスタとで、特性が異なれば、補正がずれてしまうからであ
る。
【００２９】
　なお、モニタ用駆動トランジスタ３０１４のゲート端子には、最も明るい階調数で発光
素子３００６を発光させる場合に、画素（駆動トランジスタ３００２のゲート端子）に入
力するビデオ信号と同じ大きさの電位を加え、モニタ用電流源３０１３には、最も明るい
階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、発光素子３００６に流したい大きさの電
流を流す、としたが、これに限定されない。
【００３０】
　最も明るい階調数の電位に合わせると、画素に配置されている発光素子３００６や駆動
トランジスタ３００２よりも、モニタ用発光素子３０１１やモニタ用駆動トランジスタ３
０１４の方が、劣化が大きく進む。そのため、電圧フォロワ回路３０１５から出力される
電位は、補正がつよくかかったような電位となる。そこで、実際の画素での劣化度合いに
合わせるようにしてもよい。例えば、平均的に、画面全体の点灯率が３０％であれば、３
０％の輝度に相当するような階調数に合わせて、モニタ用回路を動作させてもよい。
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【００３１】
　具体的には、モニタ用駆動トランジスタ３０１４のゲート端子には、３０％の輝度に相
当するような階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、画素（駆動トランジスタ３
００２のゲート端子）に入力するビデオ信号と同じ大きさの電位を加え、モニタ用電流源
３０１３には、３０％の輝度に相当するような階調数で発光素子３００６を発光させる場
合に、発光素子３００６に流したい大きさの電流を流すようにしてもよい。
【００３２】
　なお、発光素子の階調数をあげるためには、発光素子を飽和領域で駆動させる場合、図
１（Ｂ）に示すようにビデオ信号の電圧を大きくすればよい。本実施の形態においては、
発光素子３００６の一方の電極に接続された第２電源供給線３００５の電位を補正する。
そのため、発光素子の階調数をあげるためのビデオ信号の電圧（ビデオ電圧）について、
補正する必要はない。
【００３３】
　なお、最も明るい階調数のものに合わせてモニタ用回路を動作させると、補正がつよく
かかったような電位を出力することになるが、それによって、画素での焼き付き（画素ご
との劣化度合いの変動による輝度むら）が目立たなくなるため、最も明るい階調数のもの
に合わせてモニタ用回路を動作させることが望ましい。
【００３４】
　なお、駆動トランジスタ３００２は、飽和領域でのみ動作させてもよいし、飽和領域と
線形領域とで動作させてもよいし、線形領域のみで動作させてもよい。
【００３５】
　線形領域のみで動作させる場合は、駆動トランジスタ３００２は、概ねスイッチとして
動作する。そのため、駆動トランジスタ３００２の劣化や温度などによる特性の変動の影
響が出にくい。しかしながら、発光素子３００６の劣化や温度などによる特性の変動の影
響は、補正される。線形領域のみで動作させる場合は、発光素子３００６に電流が流れる
かどうかをデジタル的に制御することが多い。その場合、多階調化をはかるため、時間階
調方式や面積階調方式などを組み合わせることが多い。
【００３６】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、ビデオ信号を用いて補正する場合について述べる。
【００３７】
　図２（Ａ）に、回路の構成を示す。画素には、選択トランジスタ３００１、駆動トラン
ジスタ３００２、発光素子３００６が配置されており、ビデオ信号が入力されるソース信
号線３００３と駆動トランジスタ３００２のゲート端子とは、選択トランジスタ３００１
を介して接続されている。選択トランジスタ３００１のゲート端子には、ゲート信号線３
００７が接続されている。第１電源供給線３００４と第２電源供給線４００５との間には
、駆動トランジスタ３００２と発光素子３００６とが接続されている。そして、第１電源
供給線３００４から第２電源供給線４００５の方に電流が流れる。発光素子３００６は、
そこを流れる電流の大きさに応じて発光する。
【００３８】
　シフトレジスタ３００８を用いて、ビデオ信号が入力されるビデオ線３０１０とソース
信号線３００３の間に配置されたアナログスイッチ３００９を制御する。そして、ソース
信号線３００３に供給されたビデオ信号は、駆動トランジスタ３００２のゲート電極に入
力される。そして、ビデオ信号の大きさに応じて、駆動トランジスタ３００２に電流が流
れ、発光素子３００６にも流れていく。
【００３９】
　ビデオ線３０１０にビデオ信号を供給する回路として、ビデオ信号生成回路４０３１が
接続されている。ビデオ信号生成回路４０３１は、駆動トランジスタ３００２や発光素子
３００６の劣化や温度などによる変動を補正するため、ビデオ信号を加工する機能を有し
ている。
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【００４０】
　このような画素構成の場合、第１電源供給線３００４と第２電源供給線４００５の電位
が固定されていると、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２に電流が流れ続け特
性が劣化してくる。また、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２は、その温度に
よって、特性が変わってくる。
【００４１】
　具体的には、発光素子３００６に電流が流れ続けていると、電圧電流特性がシフトして
くる。つまり、発光素子３００６の抵抗値が高くなって、同じ電圧を加えていても、流れ
る電流値が小さくなってしまう。また、同じ大きさの電流が流れていても、発光効率が低
下し、輝度が低くなってしまう。温度特性としては、温度が下がると、発光素子３００６
の電圧電流特性がシフトし、発光素子３００６の抵抗値が高くなってしまう。
【００４２】
　同様に、駆動トランジスタ３００２に電流が流れ続けていると、しきい値電圧が大きく
なり、同じゲート電圧を加えていても、電流が小さくなってしまう。また、温度によって
も、流れる電流値が変動してしまう。
【００４３】
　そこで、モニタ用回路を用いて、上述のような劣化や変動の影響を補正する。本実施の
形態では、ビデオ信号の電圧を調整することにより、発光素子３００６や駆動トランジス
タ３００２の劣化や温度による変動を補正する。
【００４４】
　まず、モニタ用回路の構成について述べる。第１電源供給線４０１２と第２電源供給線
４００５の間には、モニタ用電流源４０１３、モニタ用駆動トランジスタ４０１４、モニ
タ用発光素子４０１１、が接続されている。そして、モニタ用電流源４０１３とモニタ用
発光素子４０１１との接点には、電圧フォロワ回路４０１５の入力端子が接続されている
。電圧フォロワ回路４０１５の出力端子には、ビデオ信号生成回路４０３１が接続されて
いる。したがって、ビデオ信号の電圧は、電圧フォロワ回路４０１５の出力によって制御
される。
【００４５】
　次に、モニタ用回路の動作について述べる。まず、モニタ用電流源４０１３は、最も明
るい階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、発光素子３００６に流したい大きさ
の電流を流す。この時の電流値をＩｍａｘとする。そして、モニタ用駆動トランジスタ４
０１４のゲート端子は、モニタ用駆動トランジスタ４０１４のドレイン端子と接続されて
いる。
【００４６】
　すると、モニタ用駆動トランジスタ４０１４のゲート・ソース間電圧には、Ｉｍａｘの
大きさの電流を流すのに必要な大きさの電圧が加わる。つまり、モニタ用駆動トランジス
タ４０１４のソース電位は、Ｉｍａｘの大きさの電流を流すのに必要な大きさの電位とな
る。ドレイン端子は、ゲート端子と接続されているため、ドレイン電位も、Ｉｍａｘの大
きさの電流を流すのに必要な大きさの電位となる。もし、モニタ用駆動トランジスタ４０
１４のしきい値電圧が劣化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、ゲート
・ソース間電圧（ソース電位やドレイン電位）も変化し、最適な大きさになる。よって、
しきい値電圧の変動（劣化や温度変化など）の影響を補正することが出来る。
【００４７】
　同様に、モニタ用発光素子４０１１の両端の電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流す
のに必要な大きさの電圧が加わる。もし、モニタ用発光素子４０１１の電圧電流特性が劣
化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、モニタ用発光素子４０１１の両
端の電圧も変化し、最適な大きさになる。よって、モニタ用発光素子４０１１の変動（劣
化や温度変化など）の影響を補正することが出来る。
【００４８】
　電圧フォロワ回路４０１５の入力端子には、モニタ用駆動トランジスタ４０１４にかか
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る電圧と、モニタ用発光素子４０１１にかかる電圧の合計が入力されている。したがって
、電圧フォロワ回路４０１５の出力端子、つまり、ビデオ信号生成回路４０３１が出力す
るビデオ信号の電位は、モニタ用回路によって補正されることになり、発光素子３００６
や駆動トランジスタ３００２も、劣化や温度による変動が補正される。
【００４９】
　なお、電圧フォロア回路はこれに限定されない。つまり入力電流に応じた電圧を出力す
る回路であればなんでもよい。電圧フォロア回路も増幅回路の一種であるが、これに限定
されない。オペアンプ、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジスタのいずれかもしく
は複数を組み合わせて、回路を構成すればよい。
【００５０】
　なお、モニタ用発光素子４０１１やモニタ用駆動トランジスタ４０１４は、発光素子３
００６や駆動トランジスタ３００２と同時に、同じ製造方法で、同じ基板上に作成される
ことが望ましい。なぜなら、モニタ用のものと、画素に配置されているものとで、特性が
異なれば、補正がずれてしまうからである。
【００５１】
　なお、モニタ用駆動トランジスタ４０１４のゲート端子には、最も明るい階調数で発光
素子３００６を発光させる場合に、画素（駆動トランジスタ３００２のゲート端子）に入
力するビデオ信号と同じ大きさの電位を加え、モニタ用電流源４０１３には、最も明るい
階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、発光素子３００６に流したい大きさの電
流を流す、としたが、これに限定されない。
【００５２】
　最も明るい階調数のものに合わせると、画素に配置されている発光素子３００６や駆動
トランジスタ３００２よりも、モニタ用発光素子４０１１やモニタ用駆動トランジスタ４
０１４の方が、劣化が大きく進む。そのため、電圧フォロワ回路４０１５から出力される
電位は、補正がつよくかかったような電位となる。そこで、実際の画素での劣化度合いに
合わせるようにしてもよい。例えば、平均的に、画面全体の点灯率が３０％であれば、３
０％の輝度に相当するような階調数に合わせて、モニタ用回路を動作させてもよい。
【００５３】
　なお、発光素子の階調数をあげるためには、発光素子を飽和領域で駆動させる場合、図
２（Ｂ）に示すようにビデオ信号の電圧を大きくすればよい。本実施の形態においては、
駆動トランジスタ３００２のゲート端子の電位を補正する。そのため、発光素子３００６
の特性の変化に伴い、ビデオ信号の電圧（ビデオ電圧）を図２（Ｂ）に示すように補正す
ることで発光素子の所望の輝度を表現することができる。
【００５４】
　具体的には、モニタ用電流源４０１３には、３０％の輝度に相当するような階調数で発
光素子３００６を発光させる場合に、発光素子３００６に流したい大きさの電流を流すよ
うにしてもよい。そして、ビデオ信号生成回路４０３１は、それに応じて、ビデオ信号を
出力すればよい。
【００５５】
　なお、最も明るい階調数のものに合わせてモニタ用回路を動作させると、補正がつよく
かかったような電位を出力することになるが、それによって、画素での焼き付き（画素ご
との劣化度合いの変動による輝度むら）が目立たなくなるため、最も明るい階調数のもの
に合わせてモニタ用回路を動作させることが望ましい。
【００５６】
　なお、駆動トランジスタ３００２は、飽和領域でのみ動作させてもよいし、飽和領域と
線形領域とで動作させてもよい。
【００５７】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、第１電源供給線の電位を用いて補正する場合について述べる。
【００５８】
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　図３に、回路の構成を示す。画素には、選択トランジスタ３００１、駆動トランジスタ
３００２、発光素子３００６が配置されており、ビデオ信号が入力されるソース信号線３
００３と駆動トランジスタ３００２のゲート端子とは、選択トランジスタ３００１を介し
て接続されている。選択トランジスタ３００１のゲート端子には、ゲート信号線３００７
が接続されている。第１電源供給線５００４と第２電源供給線５００５との間には、駆動
トランジスタ３００２と発光素子３００６とが接続されている。そして、第１電源供給線
５００４から第２電源供給線５００５の方に電流が流れる。発光素子３００６は、そこを
流れる電流の大きさに応じて発光する。
【００５９】
　シフトレジスタ３００８を用いて、ビデオ信号が入力されるビデオ線３０１０とソース
信号線３００３の間に配置されたアナログスイッチ３００９を制御する。そして、ソース
信号線３００３に供給されたビデオ信号は、駆動トランジスタ３００２のゲート電極に入
力される。そして、ビデオ信号の大きさに応じて、駆動トランジスタ３００２に電流が流
れ、発光素子３００６にも流れていく。
【００６０】
　このような画素構成の場合、第１電源供給線５００４と第２電源供給線５００５の電位
が固定されていると、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２に電流が流れ続けて
いると、特性が劣化したりてくる。また、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２
は、その温度によって、特性が変わってくる。
【００６１】
　具体的には、発光素子３００６に電流が流れ続けていると、電圧電流特性がシフトして
くる。つまり、発光素子３００６の抵抗値が高くなって、同じ電圧を加えていても、流れ
る電流値が小さくなってしまう。また、同じ大きさの電流が流れていても、発光効率が低
下し、輝度が低くなってしまう。温度特性としては、温度が下がると、発光素子３００６
の電圧電流特性がシフトし、発光素子３００６の抵抗値が高くなってしまう。
【００６２】
　同様に、駆動トランジスタ３００２に電流が流れ続けていると、しきい値電圧が大きく
なり、同じゲート電圧を加えていても、電流が小さくなってしまう。また、温度によって
も、流れる電流値が変動してしまう。
【００６３】
　そこで、モニタ用回路を用いて、上述のような劣化や変動の影響を補正する。本実施の
形態では、第１電源供給線５００４の電位を調整することにより、発光素子３００６や駆
動トランジスタ３００２の劣化や温度による変動を補正する。
【００６４】
　そこで、モニタ用回路の構成について述べる。第１電源供給線５０１２と第２電源供給
線５００５の間には、モニタ用電流源５０１３、モニタ用駆動トランジスタ５０１４、モ
ニタ用発光素子５０１１、が接続されている。そして、モニタ用発光素子５０１１とモニ
タ用電流源５０１３との接点には、電圧フォロワ回路５０１５の入力端子が接続されてい
る。電圧フォロワ回路５０１５の出力端子には、第１電源供給線５００４が接続されてい
る。したがって、第１電源供給線５００４の電位は、電圧フォロワ回路５０１５の出力に
よって制御される。
【００６５】
　次に、モニタ用回路の動作について述べる。まず、モニタ用電流源５０１３は、最も明
るい階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、発光素子３００６に流したい大きさ
の電流を流す。この時の電流値をＩｍａｘとする。そして、モニタ用駆動トランジスタ５
０１４のゲート端子には、最も明るい階調数で発光素子３００６を発光させる場合に、画
素（駆動トランジスタ３００２のゲート端子）に入力するビデオ信号と同じ大きさの電位
Ｖｃを加える。
【００６６】
　すると、モニタ用駆動トランジスタ５０１４のゲート・ソース間電圧やドレイン・ソー
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ス間電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流すのに必要な大きさの電圧が加わる。つまり
、モニタ用駆動トランジスタ５０１４のソース電位やドレイン電位は、Ｉｍａｘの大きさ
の電流を流すのに必要な大きさの電位となる。もし、モニタ用駆動トランジスタ５０１４
のしきい値電圧が劣化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、ゲート・ソ
ース間電圧（ソース電位）やドレイン・ソース間電圧（ドレイン電位）も変化し、最適な
大きさになる。よって、しきい値電圧の変動（劣化や温度変化など）の影響を補正するこ
とが出来る。
【００６７】
　同様に、モニタ用発光素子５０１１の両端の電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流す
のに必要な大きさの電圧が加わる。もし、モニタ用発光素子５０１１の電圧電流特性が劣
化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、モニタ用発光素子５０１１の両
端の電圧も変化し、最適な大きさになる。よって、モニタ用発光素子５０１１の変動（劣
化や温度変化など）の影響を補正することが出来る。
【００６８】
　電圧フォロワ回路５０１５の入力端子には、モニタ用駆動トランジスタ５０１４にかか
る電圧と、モニタ用発光素子５０１１にかかる電圧の合計が入力されている。したがって
、電圧フォロワ回路５０１５の出力端子、つまり、第１電源供給線５００４の電位は、モ
ニタ用回路によって補正されることになり、発光素子３００６や駆動トランジスタ３００
２も、劣化や温度による変動が補正される。
【００６９】
　なお、電圧フォロア回路はこれに限定されない。つまり入力電流に応じた電圧を出力す
る回路であればなんでもよい。電圧フォロア回路も増幅回路の一種であるが、これに限定
されない。オペアンプ、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジスタのいずれかもしく
は複数を組み合わせて、回路を構成すればよい。
【００７０】
　なお、モニタ用発光素子５０１１やモニタ用駆動トランジスタ５０１４は、駆動トラン
ジスタ３００２や駆動トランジスタ３００２と同時に、同じ製造方法で、同じ基板上に作
成されることが望ましい。なぜなら、モニタ用のものと、画素に配置されているものとで
、特性が異なれば、補正がずれてしまうからである。
【００７１】
　なお、画素に配置されている発光素子３００６や駆動トランジスタ３００２は、頻繁に
電流を流さないような期間が生じるため、モニタ用発光素子５０１１やモニタ用駆動トラ
ンジスタ５０１４に、ずっと電流を流し続けていると、モニタ用発光素子５０１１やモニ
タ用駆動トランジスタ５０１４の方が、劣化が大きく進む。そのため、電圧フォロワ回路
５０１５から出力される電位は、補正がつよくかかったような電位となる。そこで、実際
の画素での劣化度合いに合わせるようにしてもよい。例えば、平均的に、画面全体の点灯
率が３０％であれば、３０％の輝度に相当するような期間だけ、モニタ用発光素子５０１
１やモニタ用駆動トランジスタ５０１４に電流を流すようにしてもよい。そのとき、モニ
タ用発光素子５０１１やモニタ用駆動トランジスタ５０１４に電流が流れない期間が生じ
てしまうが、電圧フォロワ回路５０１５の出力端子からは、変わりなく電圧が供給されて
いるようにする必要がある。それを実現するためには、電圧フォロワ回路５０１５の入力
端子に容量素子をもうけて、そこに、モニタ用発光素子５０１１やモニタ用駆動トランジ
スタ５０１４に電流を流していた時の電位を保持するようにすればよい。
【００７２】
　なお、最も明るい階調数のものに合わせてモニタ用回路を動作させると、補正がつよく
かかったような電位を出力することになるが、それによって、画素での焼き付き（画素ご
との劣化度合いの変動による輝度むら）が目立たなくなるため、最も明るい階調数のもの
に合わせてモニタ用回路を動作させることが望ましい。
【００７３】
　なお、駆動トランジスタ３００２は、線形領域で動作させることが望ましい。なぜなら
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、本実施の形態では、第１電源供給線５００４の電位を補正するため、駆動トランジスタ
３００２のドレイン電位を変化させることになるからである。もし、駆動トランジスタ３
００２が飽和領域で動作している場合は、ドレイン電位を変化させても、駆動トランジス
タ３００２を流れる電流の変化は、大きくない。一方、駆動トランジスタ３００２が線形
領域で動作している場合は、ドレイン電位が変わると、電流値も変わるため、補正の効果
が大きい。したがって、駆動トランジスタ３００２は、線形領域で動作させることが望ま
しい。
【００７４】
　線形領域のみで動作させる場合は、駆動トランジスタ３００２は、概ねスイッチとして
動作する。そのため、駆動トランジスタ３００２の劣化や温度などによる特性の変動の影
響が出にくい。しかしながら、発光素子３００６の劣化や温度などによる特性の変動の影
響は、補正される。線形領域のみで動作させる場合は、発光素子３００６に電流が流れる
かどうかをデジタル的に制御することが多い。その場合、多階調化をはかるため、時間階
調方式や面積階調方式などを組み合わせることが多い。
【００７５】
（実施の形態４）
　図４（Ａ）に、回路の構成を示す。画素には、選択トランジスタ６００１、駆動トラン
ジスタ６００２、保持トランジスタ６００９、容量素子６０１０、発光素子６００６が配
置されており、ビデオ信号が入力されるソース信号線６００３と駆動トランジスタ６００
２のソース端子とは、選択トランジスタ６００１を介して接続されている。選択トランジ
スタ６００１のゲート端子には、ゲート信号線６００７が接続されている。第１電源供給
線６００４と第２電源供給線６００５との間には、駆動トランジスタ６００２と発光素子
６００６とが接続されている。そして、第１電源供給線６００４から第２電源供給線６０
０５の方に電流が流れる。発光素子６００６は、そこを流れる電流の大きさに応じて発光
する。駆動トランジスタ６００２のゲート・ソース間には、容量素子６０１０が配置され
、駆動トランジスタ６００２のドレイン・ソース間には、保持トランジスタ６００９が接
続されている。保持トランジスタ６００９のゲート端子には、ゲート信号線６００７が接
続されている。
【００７６】
　信号線駆動回路には、ビデオ用電流源回路６００８が配置されている。ビデオ用電流源
回路６００８は、ビデオ信号に応じた大きさの電流を画素へ供給する。そして、ゲート信
号線６００７が選択されて、ソース信号線６００３に供給されたビデオ信号は、駆動トラ
ンジスタ６００２に入力される。このとき、第１電源供給線６００４の電位を変化させて
いるため、第２電源供給線６００５の電位の関係から、発光素子６００６には電流が流れ
ない。そして、ビデオ信号の大きさに応じて、必要な大きさの駆動トランジスタ６００２
のゲート・ソース間電圧が容量素子６０１０に蓄積される。その後、ゲート信号線６００
７が非選択状態になり、容量素子６０１０に蓄積された電荷は保持される。よって、駆動
トランジスタ６００２のドレイン電位やソース電位が変化しても、駆動トランジスタ６０
０２のゲート・ソース間電圧は変化しない。そして、第１電源供給線６００４の電位が元
に戻り、駆動トランジスタ６００２には、ビデオ信号に応じた大きさの電流が流れ、発光
素子６００６にも流れていく。
【００７７】
　このときのゲート信号線６００７と第１電源供給線６００４の電位のタイミングチャー
トについて図４（Ｂ）に示す。まず選択トランジスタ６００１および保持トランジスタを
ＯＮするための信号をｉ番目のゲート信号線Ｖｐ（ｉ）により入力する。それと同時にｉ
番目の第１電源供給線Ｖｇ（ｉ）には、ゲート信号線Ｖｐ（ｉ）の電位が反転した信号を
入力する。このｉ番目の第１電源供給線Ｖｇ（ｉ）よりゲート信号線Ｖｐ（ｉ）の電位が
反転した信号が入力されることによって、駆動トランジスタ６００２をビデオ用電流源回
路６００８におけるビデオ信号に応じた大きさの電流分だけＯＮするためのゲート・ソー
ス間電圧が容量素子６０１０に蓄積されると共に、駆動トランジスタ６００２がＯＮする
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ことによって流れる電流を、第２電源供給線６００５の電位との関係から、発光素子６０
０６に電流が流れないよう制御することができる。このとき第２電源供給線６００５の電
位を上昇させることで、発光素子６００６に電流が流れないように制御することもできる
。その場合は、アドレス期間（書き込み期間）に全ての画素について、駆動トランジスタ
６００２をビデオ用電流源回路６００８におけるビデオ信号に応じた大きさの電流分だけ
流すためのゲート・ソース間電圧が容量素子６０１０に蓄積させ、サステイン期間（発光
期間）に全ての画素について、一斉に発光させればよい。（ｉ＋１）番目のゲート信号線
Ｖｐ（ｉ＋１）、（ｉ＋１）番目の第１電源供給線Ｖｇ（ｉ＋１）、および（ｉ＋２）番
目のゲート信号線Ｖｐ（ｉ＋２）、（ｉ＋２）番目の第１電源供給線Ｖｇ（ｉ＋２）にお
いても同様の動作が行われる。
【００７８】
　なお、駆動トランジスタ６００２や選択トランジスタ６００１は、Ｎチャネル型である
とする。ただし、これに限定されない。
【００７９】
　このような画素構成の場合、発光素子６００６に電流が流れ続けていると、特性が劣化
したりてくる。また、発光素子６００６は、発光素子か素の周辺の温度によって、特性が
変わってくる。
【００８０】
　具体的には、発光素子６００６に電流が流れ続けていると、同じ大きさの電流が流れて
いても、発光効率が低下し、輝度が低くなってしまう。
【００８１】
　そこで、モニタ用回路を用いて、上述のような劣化や変動の影響を補正する。本実施の
形態では、ビデオ信号の電流の大きさを調整することにより、発光素子６００６の劣化や
温度による変動を補正する。
【００８２】
　そこで、モニタ用回路の構成について述べる。第１電源供給線６０１２と第２電源供給
線６００５の間には、モニタ用電流源６０１３、モニタ用駆動トランジスタ６０１４、モ
ニタ用発光素子６０１１が接続されている。そして、モニタ用電流源６０１３とモニタ用
駆動トランジスタ６０１４との接点には、電圧フォロワ回路６０１５の入力端子が接続さ
れている。電圧フォロワ回路６０１５の出力端子には、ビデオ用電流源回路６００８が出
力する電流の大きさを制御するビデオ信号生成回路６０３１の入力端子に接続されている
。したがって、ビデオ用電流源回路６００８が出力する電流の大きさは、電圧フォロワ回
路６０１５の出力によって制御される。
【００８３】
　次に、モニタ用回路の動作について述べる。まず、モニタ用電流源６０１３は、最も明
るい階調数で発光素子６００６を発光させる場合に、発光素子６００６に流したい大きさ
の電流を流す。この時の電流値をＩｍａｘとする。
【００８４】
　すると、モニタ用駆動トランジスタ６０１４のゲート端子とドレイン端子は接続されて
いるため、ゲート・ソース間電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流すのに必要な大きさ
の電圧が加わる。つまり、モニタ用駆動トランジスタ６０１４のソース電位やドレイン電
位は、Ｉｍａｘの大きさの電流を流すのに必要な大きさの電位となる。
【００８５】
　同様に、モニタ用発光素子６０１１の両端の電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流す
のに必要な大きさの電圧が加わる。もし、モニタ用発光素子６０１１の電圧電流特性が劣
化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、モニタ用発光素子６０１１の両
端の電圧も変化し、最適な大きさになる。よって、モニタ用発光素子６０１１の変動（劣
化や温度変化など）の影響を補正することが出来る。
【００８６】
　電圧フォロワ回路６０１５の入力端子には、モニタ用駆動トランジスタ６０１４にかか
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る電圧と、モニタ用発光素子６０１１にかかる電圧の合計が入力されている。したがって
、電圧フォロワ回路６０１５の出力端子、つまり、ビデオ用電流源回路６００８が出力す
る電流の大きさは、モニタ用回路によって補正されることになり、発光素子６００６も、
劣化や温度による変動が補正される。
【００８７】
　なお、電圧フォロア回路はこれに限定されない。つまり入力電流に応じた電圧を出力す
る回路であればなんでもよい。電圧フォロア回路も増幅回路の一種であるが、これに限定
されない。オペアンプ、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジスタのいずれかもしく
は複数を組み合わせて、回路を構成すればよい。
【００８８】
　なお、モニタ用発光素子６０１１やモニタ用駆動トランジスタ６０１４は、駆動トラン
ジスタ６００２や駆動トランジスタ６００２と同時に、同じ製造方法で、同じ基板上に作
成されることが望ましい。なぜなら、モニタ用のものと、画素に配置されているものとで
、特性が異なれば、補正がずれてしまうからである。
【００８９】
　なお、モニタ用電流源６０１３には、最も明るい階調数で発光素子６００６を発光させ
る場合に、発光素子６００６に流したい大きさの電流を流す、としたが、これに限定され
ない。
【００９０】
　最も明るい階調数のものに合わせると、画素に配置されている発光素子６００６よりも
、モニタ用発光素子６０１１の方が、劣化が大きく進む。そのため、電圧フォロワ回路６
０１５から出力される電位は、補正がつよくかかったような電位となる。そこで、実際の
画素での劣化度合いに合わせるようにしてもよい。例えば、平均的に、画面全体の点灯率
が３０％であれば、３０％の輝度に相当するような階調数に合わせて、モニタ用回路を動
作させてもよい。具体的には、モニタ用電流源６０１３には、３０％の輝度に相当するよ
うな階調数で発光素子６００６を発光させる場合に、発光素子６００６に流したい大きさ
の電流を流すようにしてもよい。そして、ビデオ信号生成回路６０３１は、それに応じて
、ビデオ信号を出力すればよい。
【００９１】
　なお、最も明るい階調数のものに合わせてモニタ用回路を動作させると、補正がつよく
かかったような電位を出力することになるが、それによって、画素での焼き付き（画素ご
との劣化度合いの変動による輝度むら）が目立たなくなるため、最も明るい階調数のもの
に合わせてモニタ用回路を動作させることが望ましい。
【００９２】
　なお、駆動トランジスタ６００２は、飽和領域でのみ動作させてもよいし、飽和領域と
線形領域とで動作させてもよいし、線形領域のみで動作させてもよい。
【００９３】
　なお、画素構成は、図４に限定されない。図４は、画素にビデオ信号に応じた大きさの
電流を供給しており、駆動トランジスタ６００２は、その電流特性がばらついても、ビデ
オ信号に応じた電流を発光素子６００６に供給できる。つまり、駆動トランジスタ６００
２の電流特性のばらつきは、補正されている。このように、ビデオ信号に応じた大きさの
電流を画素に供給して、駆動トランジスタの電流特性のばらつきを補正するタイプの画素
構成の別の例を図１８に示す。
【００９４】
画素には、選択トランジスタ１８０１、駆動トランジスタ１８０２、変換トランジスタ１
８１１、保持トランジスタ１８０９、容量素子１８１０、発光素子１８０６が配置されて
おり、ビデオ信号が入力されるソース信号線１８０３と駆動トランジスタ１８０２のゲー
ト端子とは、選択トランジスタ１８０１と保持トランジスタ１８０９とを介して接続され
ている。選択トランジスタ１８０１は、ソース信号線１８０３と変換トランジスタ１８１
１のドレイン端子との間に配置されている。選択トランジスタ１８０１と保持トランジス
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タ１８０９のゲート端子には、ゲート信号線１８０７が接続されている。第１電源供給線
１８０４と第２電源供給線１８０５との間には、駆動トランジスタ１８０２と発光素子１
８０６とが接続されている。そして、第１電源供給線１８０４から第２電源供給線１８０
５の方に電流が流れる。発光素子１８０６は、そこを流れる電流の大きさに応じて発光す
る。駆動トランジスタ１８０２のゲート端子には、容量素子１８１０が配置され、ゲート
電位を保持している。なお、容量素子１８１０は、駆動トランジスタ１８０２のゲート端
子と配線１８１２との間に接続されているが、これに限定されない。駆動トランジスタ１
８０２のゲート・ソース間に配置されていてもよい。変換トランジスタ１８１１のドレイ
ン・ゲート間には、保持トランジスタ１８０９が接続されている。駆動トランジスタ１８
０２と変換トランジスタ１８１１とは、カレントミラー構成をしており、ゲート端子同士
が接続され、ソース端子同士が接続されている。
【００９５】
　信号線駆動回路には、ビデオ用電流源回路１８０８が配置されている。ビデオ用電流源
回路１８０８は、ビデオ信号に応じた大きさの電流を画素へ供給する。そして、ゲート信
号線１８０７が選択されて、ソース信号線６００３に供給されたビデオ信号は、変換トラ
ンジスタ１８１１に入力される。そして、ビデオ信号の大きさに応じて、必要な大きさの
変換トランジスタ１８１１のゲート電位が容量素子１８１０に蓄積される。その後、ゲー
ト信号線１８０７が非選択状態になり、容量素子１８１０に蓄積された電荷は保持される
。そして、駆動トランジスタ１８０２と変換トランジスタ１８１１とは、カレントミラー
構成をしているため、駆動トランジスタ１８０２には、変換トランジスタ１８１１に流れ
た電流に応じた大きさの電流が流れる。その結果、駆動トランジスタ１８０２には、ビデ
オ信号に応じた大きさの電流が流れ、発光素子１８０６にも流れていく。ここで、駆動ト
ランジスタ１８０２の電流能力（チャネル幅Ｗとチャネル長Ｌの比であるＷ／Ｌ）を、変
換トランジスタ１８１１の電流能力よりも小さくすることにより、変換トランジスタ１８
１１に流す電流を大きくすることが可能となる。その結果、ビデオ用電流源回路１８０８
から画素へ供給する電流の大きさを大きくすることが出来る。その結果、画素への信号の
書き込み速度を早くすることが出来る。
【００９６】
（実施の形態５）
　図５（Ａ）に、回路の構成を示す。画素には、選択トランジスタ７００１、駆動トラン
ジスタ７００２、保持トランジスタ７００９、容量素子７０１０、発光素子７００６が配
置されており、ビデオ信号が入力されるソース信号線７００３と駆動トランジスタ７００
２のゲート端子とは、選択トランジスタ７００１を介して接続されている。選択トランジ
スタ７００１のゲート端子には、ゲート信号線７００７が接続されている。第１電源供給
線７００４と第２電源供給線７００５との間には、駆動トランジスタ７００２と発光素子
７００６とが接続されている。そして、第１電源供給線７００４から第２電源供給線７０
０５の方に電流が流れる。発光素子７００６は、そこを流れる電流の大きさに応じて発光
する。駆動トランジスタ７００２のゲート・ソース間には、容量素子７０１０が配置され
、駆動トランジスタ７００２のドレイン・ソース間には、保持トランジスタ７００９が接
続されている。保持トランジスタ７００９のゲート端子には、第２ゲート信号線７０１６
が接続されている。
【００９７】
　図５（Ａ）に示す回路構成において、第２ゲート信号線７０１６より入力される信号に
応じて、保持トランジスタ７００９をＯＮする。そして、駆動トランジスタ７００２のし
きい値電圧分の駆動トランジスタ７００２のゲート・ソース間電圧が容量素子７０１０に
蓄積される。そのため、各駆動電圧のしきい値電圧のばらつきを予め補正することができ
る。なお、第２電源供給線について一瞬だけ電位を高くすることによって予め容量素子に
しきい値電圧より高い電荷を蓄積しておいてもよい。
【００９８】
　シフトレジスタ７００８を用いて、ビデオ信号が入力されるビデオ線７０４０とソース
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信号線７００３の間に配置されたアナログスイッチ３００９を制御する。そして、ソース
信号線７００３に供給されたビデオ信号は、駆動トランジスタ７００２のゲート電極に入
力される。そして、ビデオ信号の大きさに応じて、駆動トランジスタ７００２に電流が流
れ、発光素子７００６にも流れていく。
【００９９】
　なお、駆動トランジスタ７００２や選択トランジスタ７００１は、Ｎチャネル型である
とする。ただし、これに限定されない。
【０１００】
　ビデオ線７０４０にビデオ信号を供給する回路として、ビデオ信号生成回路７０３１が
接続されている。ビデオ信号生成回路７０３１は、駆動トランジスタ７００２や発光素子
７００６の劣化や温度などによる変動を補正するため、ビデオ信号を加工する機能を有し
ている。
【０１０１】
　このような画素構成の場合、発光素子７００６が発光しているときに、第１電源供給線
７００４と第２電源供給線７００５の電位が固定されていると、発光素子７００６や駆動
トランジスタ７００２に電流が流れ続けていると、特性が劣化したりてくる。また、発光
素子７００６や駆動トランジスタ７００２は、その温度によって、特性が変わってくる。
【０１０２】
　具体的には、発光素子７００６に電流が流れ続けていると、電圧電流特性がシフトして
くる。つまり、発光素子７００６の抵抗値が高くなって、同じ電圧を加えていても、流れ
る電流値が小さくなってしまう。また、同じ大きさの電流が流れていても、発光効率が低
下し、輝度が低くなってしまう。温度特性としては、温度が下がると、発光素子７００６
の電圧電流特性がシフトし、発光素子７００６の抵抗値が高くなってしまう。
【０１０３】
　同様に、駆動トランジスタ７００２に電流が流れ続けていると、しきい値電圧が大きく
なり、同じゲート電圧を加えていても、電流が小さくなってしまう。また、温度によって
も、流れる電流値が変動してしまう。
【０１０４】
　そこで、モニタ用回路を用いて、上述のような劣化や変動の影響を補正する。本実施の
形態では、ビデオ信号の電位を調整することにより、発光素子７００６や駆動トランジス
タ７００２の劣化や温度による変動を補正する。
【０１０５】
　そこで、モニタ用回路の構成について述べる。第１電源供給線７００４と第２電源供給
線７０１２の間には、モニタ用電流源７０１３、モニタ用駆動トランジスタ７０１４、モ
ニタ用発光素子７０１１が接続されている。そして、モニタ用電流源７０１３とモニタ用
駆動トランジスタ７０１４との接点には、電圧フォロワ回路７０１５の入力端子が接続さ
れている。電圧フォロワ回路７０１５の出力端子には、ビデオ信号生成回路７０３１が接
続されている。したがって、ビデオ信号の電圧は、電圧フォロワ回路７０１５の出力によ
って制御される。
【０１０６】
　次に、モニタ用回路の動作について述べる。まず、モニタ用電流源７０１３は、最も明
るい階調数で発光素子７００６を発光させる場合に、発光素子７００６に流したい大きさ
の電流を流す。この時の電流値をＩｍａｘとする。
【０１０７】
　すると、モニタ用駆動トランジスタ７０１４のゲート端子とドレイン端子は接続されて
いるため、モニタ用駆動トランジスタ７０１４のゲート・ソース間電圧には、Ｉｍａｘの
大きさの電流を流すのに必要な大きさの電圧が加わる。つまり、モニタ用駆動トランジス
タ７０１４のソース電位やドレイン電位は、Ｉｍａｘの大きさの電流を流すのに必要な大
きさの電位となる。もし、モニタ用駆動トランジスタ７０１４のしきい値電圧が劣化や温
度などによって変わったとしても、それに応じて、ゲート・ソース間電圧（ソース電位や
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ドレイン電位）も変化し、最適な大きさになる。よって、しきい値電圧の変動（劣化や温
度変化など）の影響を補正することが出来る。
【０１０８】
　同様に、モニタ用発光素子７０１１の両端の電圧には、Ｉｍａｘの大きさの電流を流す
のに必要な大きさの電圧が加わる。もし、モニタ用発光素子７０１１の電圧電流特性が劣
化や温度などによって変わったとしても、それに応じて、モニタ用発光素子７０１１の両
端の電圧も変化し、最適な大きさになる。よって、モニタ用発光素子７０１１の変動（劣
化や温度変化など）の影響を補正することが出来る。
【０１０９】
　電圧フォロワ回路７０１５の入力端子には、モニタ用駆動トランジスタ７０１４にかか
る電圧と、モニタ用発光素子７０１１にかかる電圧の合計が入力されている。したがって
、電圧フォロワ回路７０１５の出力端子、つまり、ビデオ信号の電位は、モニタ用回路に
よって補正されることになり、発光素子７００６や駆動トランジスタ７００２も、劣化や
温度による変動が補正される。
【０１１０】
　なお、電圧フォロア回路はこれに限定されない。つまり入力電流に応じた電圧を出力す
る回路であればなんでもよい。電圧フォロア回路も増幅回路の一種であるが、これに限定
されない。オペアンプ、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジスタのいずれかもしく
は複数を組み合わせて、回路を構成すればよい。
【０１１１】
　なお、モニタ用発光素子７０１１やモニタ用駆動トランジスタ７０１４は、駆動トラン
ジスタ７００２や発光素子７００６と同時に、同じ製造方法で、同じ基板上に作成される
ことが望ましい。なぜなら、モニタ用のものと、画素に配置されているものとで、特性が
異なれば、補正がずれてしまうからである。
【０１１２】
　なお、モニタ用電流源７０１３には、最も明るい階調数で発光素子７００６を発光させ
る場合に、発光素子７００６に流したい大きさの電流を流す、としたが、これに限定され
ない。
【０１１３】
　最も明るい階調数のものに合わせると、画素に配置されている発光素子７００６や駆動
トランジスタ７００２よりも、モニタ用発光素子７０１１やモニタ用駆動トランジスタ７
０１４の方が、劣化が大きく進む。そのため、電圧フォロワ回路７０１５から出力される
電位は、補正がつよくかかったような電位となる。そこで、実際の画素での劣化度合いに
合わせるようにしてもよい。例えば、平均的に、画面全体の点灯率が３０％であれば、３
０％の輝度に相当するような階調数に合わせて、モニタ用回路を動作させてもよい。
【０１１４】
　具体的には、モニタ用電流源７０１３には、３０％の輝度に相当するような階調数で発
光素子７００６を発光させる場合に、発光素子７００６に流したい大きさの電流を流すよ
うにしてもよい。そして、ビデオ信号生成回路７０３１は、それに応じて、ビデオ信号を
出力すればよい。
【０１１５】
　なお、発光素子の階調数をあげるためには、発光素子を飽和領域で駆動させる場合、図
５（Ｂ）に示すようにビデオ信号の電圧を大きくすればよい。本実施の形態においては、
駆動トランジスタ７００２のゲート端子の電位を補正する。そのため、発光素子７００６
の特性の変化に伴い、ビデオ信号の電圧（ビデオ電圧）を図５（Ｂ）に示すように補正す
ることで発光素子の所望の輝度を表現することができる。
【０１１６】
　なお、最も明るい階調数のものに合わせてモニタ用回路を動作させると、補正がつよく
かかったような電位を出力することになるが、それによって、画素での焼き付き（画素ご
との劣化度合いの変動による輝度むら）が目立たなくなるため、最も明るい階調数のもの
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に合わせてモニタ用回路を動作させることが望ましい。
【０１１７】
　なお、駆動トランジスタ７００２は、飽和領域でのみ動作させてもよいし、飽和領域と
線形領域とで動作させてもよいし、線形領域のみで動作させてもよい。
【０１１８】
　線形領域のみで動作させる場合は、駆動トランジスタ７００２は、概ねスイッチとして
動作する。そのため、駆動トランジスタ７００２の劣化や温度などによる特性の変動の影
　　　　　　　　　　響が出にくい。しかしながら、発光素子７００６の劣化や温度など
による特性の変動の影響は、補正される。線形領域のみで動作させる場合は、発光素子７
００６に電流が流れるかどうかをデジタル的に制御することが多い。その場合、多階調化
をはかるため、時間階調方式や面積階調方式などを組み合わせることが多い。
【０１１９】
（実施の形態６）
　図６は画素部を駆動する信号線駆動回路に入力するビデオ信号の補正を行う一例を示す
ものである。図６に示す例はソース信号線駆動回路９９０１、ゲート信号線駆動回路９９
０２、画素部９９０３、加算回路９９０４、ビデオ入力端子９９０５、差動増幅器９９０
６、基準電源９９０７、バッファアンプ９９０８、電流源９９０９、モニタＴＦＴ９９１
０、モニタ発光素子９９１１、電極９９１２より構成されている。
【０１２０】
　以下にその動作を説明する。電流源９９０９より電流がモニタＴＦＴ９９１０およびモ
ニタ発光素子９９１１に供給される。それによって、電流に応じた電圧がモニタ発光素子
９９１１、モニタＴＦＴ９９１０に発生する。その電圧をバッファアンプ９９０８を介し
て、差動増幅器９９０６の第１の入力端子に入力する。一方、差動増幅器９９０６の第２
の入力端子には基準電源９９０７の電圧が入力される。バッファアンプ９９０８の出力電
圧と基準電源９９０７出力電圧の差電圧が差動増幅器９９０６によって増幅され加算回路
９９０４に入力される。加算回路９９０４では差動増幅器９９０６の出力電圧とビデオ信
号入力端子９９０５より入力されたビデオ信号が加算され、ソース信号線駆動回路９９０
１に入力される。この加算後のビデオ信号によって、ソース信号線駆動回路９９０１およ
びゲート信号線駆動回路９９０２はビデオ信号を画素部９９０３に書き込むことができる
。
【０１２１】
　初期においてはバッファアンプ９９０８の出力電圧と基準電源９９０７の出力電圧はほ
ぼ等しくしておく。これによって、初期ではビデオ信号入力端子９９０５より入力された
ビデオ信号がそのまま画素部９９０３に書き込まれる。
　時間が経過し、ＴＦＴ９９１０とモニタ発光素子９９１１が劣化すると、それらの電圧
は変化する。その電圧がバッファアンプ９９０８を介して差動増幅器９９０６に入力され
ると、バッファアンプ９９０８の出力電圧と基準電源９９０７の出力電圧は異なっている
ため、その差分を差動増幅器９９０６は増幅し、加算回路９９０４に入力される。加算回
路９９０４において、差動増幅器９９０６の出力電圧とビデオ信号が加算され、加算回路
９９０４の出力電圧は劣化分の補正がおこなわれたものとなる。この加算回路９９０４の
出力電圧をソース線信号線９９０１で画素部９９０３に書き込むことにより、表示の内容
が補正される。以上によって、ＴＦＴおよび発光素子の劣化を補正することができる。
【０１２２】
　図７は画素部を駆動する信号線駆動回路に入力するビデオ信号の補正を行う一例を示し
たものである。図７に示す例はソース信号線駆動回路９８０１、ゲート信号線駆動回路９
８０２、画素部９８０３、加算回路９８０４、ビデオ入力端子９８０５、差動増幅器９８
０６、バッファアンプ９８０７、９８０８、電流源９８０９、９８１３、モニタＴＦＴ９
８１０、９８１４、モニタ発光素子９８１１、９８１５、電極９８１２より構成されてい
る。
【０１２３】
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　以下にその動作を説明する。電流源９８０９より電流がモニタＴＦＴ９８１０およびモ
ニタ発光素子９８１１に供給される。それによって、電流に応じた電圧がモニタ発光素子
９８１１、モニタＴＦＴ９８１０に発生する。その電圧がバッファアンプ９８０８を介し
て、差動増幅器９８０６の第１の入力端子に入力される。電流源９８１３より電流がモニ
タＴＦＴ９８１４および発光素子９８１５に供給される。それによって、電流に応じた電
圧がモニタＴＦＴ９８１４、モニタ発光素子９８１５に発生する。その電圧がバッファア
ンプ９８０７を介して、差動増幅器９８０６の第２の入力端子に入力される。このとき、
電流源９８０９の電流を電流源９８１３の電流より大きく設定しておく。電流の違いによ
って、差動増幅器９８０６の第１の入力端子の電圧と第２の入力端子の電圧とは異なって
いる。この差分は差動増幅器９８０６の内部で補償をかけておき、差動増幅器９８０６の
第１の入力端子の電圧と第２の入力端子の電圧とを同じにする。
【０１２４】
　差動増幅器９８０６の出力電圧が加算回路９８０４に入力される。加算回路９９０４で
は差動増幅器９８０６の出力電圧とビデオ信号入力端子９８０５より入力されたビデオ信
号が加算され、ソース信号線駆動回路に入力される。この加算後のビデオ信号によって、
ソース信号線駆動回路およびゲート信号線駆動回路はビデオ信号を画素部９８０３に書き
込むことができる。
【０１２５】
　初期においてはバッファアンプ９８０８の出力電圧とバッファアンプ９８０７の出力電
圧は異なっているが、前述したように差動増幅器９８０６で補償をかけるため、差動増幅
器９８０６の出力は０となる。これによって、初期ではビデオ信号入力端子９８０５より
入力されたビデオ信号がそのまま画素部９８０３に書き込まれる。
【０１２６】
　時間が経過し、モニタＴＦＴ９８１０、９８１４とモニタ発光素子９８１１、９８１５
が劣化すると、それらの電圧は変化する。変化の程度は電流を多く流しているＴＦＴ９８
１０、モニタ発光素子９８１１の劣化が大きく、電流の少ないモニタＴＦＴ９８１４、モ
ニタ発光素子９８１５の劣化が少ない。これによって、バッファアンプ９８０８の出力電
圧は初期とあまり変わらないが、バッファアンプ９８０７の出力電圧は大きく変化する。
差動増幅器９８０６ではそれらの差分をとるため、モニタＴＦＴ９８１０、モニタ発光素
子９８１１の劣化分の電圧を取り出すことが可能になる。その劣化分電圧を差動増幅器９
８０６は増幅し、加算回路９８０４に入力する。加算回路９８０４において、差動増幅器
９８０６の出力電圧とビデオ信号が加算され、加算回路９８０４の出力電圧は劣化分の補
正がおこなわれたものとなる。この加算回路９８０４の出力電圧をソース線信号駆動回路
で画素部９８０３に書き込むことにより、表示の内容が補正される。以上によって、ＴＦ
Ｔおよび発光素子の劣化を補正することができる。
【０１２７】
（実施の形態７）
　本実施の形態では、チャネルエッチ型のＴＦＴをスイッチング素子とするアクティブマ
トリクス型表示装置の作製例について図面を参照して説明する。
【０１２８】
　図８（Ａ）で示すように、基板１１０上に後に形成する液滴吐出法による材料層と密着
性を向上させるための下地層１１１を形成する。下地層１１１は、極薄く形成すれば良い
ので、必ずしも層構造を持っていなくても良い。下地層１１１の作製は、スプレー法また
はスパッタ法によって光触媒物質（酸化チタン（ＴｉＯX）、チタン酸ストロンチウム（
ＳｒＴｉＯ3）、セレン化カドミウム（ＣｄＳｅ）、タンタル酸カリウム（ＫＴａＯ3）、
硫化カドミウム（ＣｄＳ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）、酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ5）、
酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）、酸化タングステン（ＷＯ3））を全面に形成
する処理を行う。またはインクジェット法やゾルゲル法を用いて有機材料（ポリイミド、
アクリル、或いは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され、置換
基に水素、フッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも１種を有する材
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料を用いた塗布絶縁膜）を選択的に形成する処理を行えばよい。これは下地前処理とみな
すこともできる。
【０１２９】
　ここでは基板上に導電性材料を吐出する場合に密着性を良くする下地前処理を行う例を
示したが、材料層（例えば、有機層、無機層、金属層）、或いは、吐出した導電性層の上
にさらに液滴吐出法で材料層（例えば、有機層、無機層、金属層）を形成する場合におい
て、材料層と材料層との密着性向上のためのＴｉＯX成膜処理を行っても良い。つまり、
液滴吐出法で導電性材料を吐出して描画する場合、その導電性材料層の上下界面で下地前
処理を挟み、その密着性を良くすることが望ましい。
【０１３０】
　また、下地層１１１は、光触媒材料に限らず、３ｄ遷移金属（Ｓｃ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｎｉ
、Ｖ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ等）、または、その酸化物、窒化物、酸窒化物を用
いることができる。
【０１３１】
　なお、基板１００は、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス若しくは
アルミノシリケートガラスなど、フュージョン法やフロート法で作製される無アルカリガ
ラス基板の他、本作製工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板等を用
いることができる。
【０１３２】
　次いで、液滴吐出法、代表的にはインクジェット法により導電膜材料液を滴下して導電
膜パターン１１２を形成する。（図８（Ａ））導電膜材料液に含ませる導電材料としては
、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、タングス
テン（Ｗ）、ニッケル（Ｎｉ）、タンタル（Ｔａ）、ビスマス（Ｂｉ）、鉛（Ｐｂ）、イ
ンジウム（Ｉｎ）、錫（Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、チタン（Ｔｉ）、若しくはアルミニウム
（Ａｌ）、これらからなる合金、これらの分散性ナノ粒子、又はハロゲン化銀の微粒子を
用いる。特に、ゲート配線は、低抵抗化することが好ましいので、比抵抗値を考慮して、
金、銀、銅のいずれかの材料を溶媒に溶解又は分散させたものを用いることが好適であり
、より好適には、低抵抗な銀、銅を用いるとよい。但し、銀、銅を用いる場合には、不純
物拡散防止対策のため、合わせてバリア膜を設けるとよい。溶媒は、酢酸ブチル等のエス
テル類、イソプロピルアルコール等のアルコール類、アセトン等の有機溶剤等に相当する
。表面張力と粘度は、溶媒の濃度を調整したり、界面活性剤等を加えたりして適宜調整す
る。
【０１３３】
　ここで、液滴吐出装置の一例を図１５に示す。図１５において、１５００は大型基板、
１５０４は撮像手段、１５０７はステージ、１５１１はマーカー、１５０３は１つのパネ
ルが形成される領域を示している。１つのパネルの幅と同じ幅のヘッド１５０５ａ、１５
０５ｂ、１５０５ｃを備え、ステージを移動させてこれらのヘッドを走査、例えばジグザ
グまたは往復させて適宜、材料層のパターンを形成する。大型基板の幅と同じ幅のヘッド
とすることも可能であるが、図１５のように１つのパネルサイズに合わせるほうが操作し
やすい。また、スループット向上のためには、ステージを動かしたままで材料の吐出を行
うことが好ましい。
【０１３４】
　また、ヘッド１５０５ａ、１５０５ｂ、１５０５ｃやステージ１５０７には温度調節機
能を持たせることが好ましい。なお、ヘッド（ノズル先端）と大型基板との間隔は、約１
ｍｍとする。この間隔を短くすることによって着弾精度を高めることができる。
【０１３５】
　図１５において、走査方向に対して３列としたヘッド１５０５ａ、１５０５ｂ、１５０
５ｃはそれぞれ異なる材料層を形成することを可能としてもよいし、同一材料を吐出して
もよい。３つのヘッドで同一材料を吐出して層間絶縁膜１２８をパターン形成する場合に
はスループットが向上する。なお、図１５に示す装置は、ヘッド部を固定し、基板１５０
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０を移動させて走査させることも、基板１５００を固定し、ヘッド部を移動させて走査さ
せることも可能である。
【０１３６】
　液滴吐出手段の個々のヘッド１５０５ａ、１５０５ｂ、１５０５ｃは制御手段に接続さ
れ、それがコンピュータで制御することにより予めプログラミングされたパターンを描画
することができる。吐出量は印加するパルス電圧により制御する。描画するタイミングは
、例えば、基板上に形成されたマーカを基準に行えば良い。或いは、基板の縁を基準にし
て基準点を確定させても良い。これをＣＣＤなどの撮像手段で検出し、画像処理手段にて
デジタル信号に変換したものをコンピュータで認識して制御信号を発生させて制御手段に
送る。勿論、基板上に形成されるべきパターンの情報は記憶媒体に格納されたものであり
、この情報を基にして制御手段に制御信号を送り、液滴吐出手段の個々のヘッドを個別に
制御することができる。
【０１３７】
　次いで、レーザ光を選択的に照射して、導電膜パターンの一部を露光させる（図８（Ｂ
）参照。）。吐出する導電膜材料液には、予め感光性材料を含ませておき、照射するレー
ザ光によって化学反応させる。ここで感光性材料は、照射して化学反応させた部分を残す
ネガ型とした例を示している。レーザ光の照射によって、正確なパターン形状、特に細い
幅の配線を得ることができる。
【０１３８】
　ここで、レーザビーム描画装置について、図１３を用いて説明する。レーザビーム描画
装置４０１は、レーザビームを照射する際の各種制御を実行するパーソナルコンピュータ
（以下、ＰＣともいう。）４０２と、レーザビームを出力するレーザ発振器４０３と、レ
ーザ発振器４０３の電源４０４と、レーザビームを減衰させるための光学系（ＮＤフィル
タ）４０５と、レーザビームの強度を変調するための音響光学変調器（ＡＯＭ）４０６と
、レーザビームの断面の拡大又は縮小をするためのレンズ、光路の変更するためのミラー
等で構成される光学系４０７、Ｘステージ及びＹステージを有する基板移動機構４０９と
、ＰＣから出力される制御データをデジタルーアナログ変換するＤ／Ａ変換部４１０と、
Ｄ／Ａ変換部から出力されるアナログ電圧に応じて音響光学変調器４０６を制御するドラ
イバ４１１と、基板移動機構４０９を駆動するための駆動信号を出力するドライバ４１２
とを備えている。
【０１３９】
　レーザ発振器４０３としては、紫外光、可視光、又は赤外光を発振することが可能なレ
ーザ発振器を用いることができる。レーザ発振器としては、ＫｒＦ、ＡｒＦ、ＸｅＣｌ、
Ｘｅ等のエキシマレーザ発振器、Ｈｅ、Ｈｅ－Ｃｄ、Ａｒ、Ｈｅ－Ｎｅ、ＨＦ等の気体レ
ーザ発振器、ＹＡＧ、ＧｄＶＯ4、ＹＶＯ4、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ3などの結晶にＣｒ、Ｎｄ
、Ｅｒ、Ｈｏ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｔｉ又はＴｍをドープした結晶を使った固体レーザ発振器、
ＧａＮ、ＧａＡｓ、ＧａＡｌＡｓ、ＩｎＧａＡｓＰ等の半導体レーザ発振器を用いること
ができる。なお、固体レーザ発振器においては、基本波の第１高調波～第５高調波を適用
するのが好ましい。
【０１４０】
　レーザビーム直接描画装置を用いた感光材料の感光方法について以下に述べる。なお、
ここで言う感光材料とは、導電膜パターンとなる導電膜材料（感光材料含む）を指してい
る。
【０１４１】
　基板４０８が基板移動機構４０９に装着されると、ＰＣ４０２は図外のカメラによって
、基板に付されているマーカの位置を検出する。次いで、ＰＣ４０２は、検出したマーカ
の位置データと、予め入力されている描画パターンデータとに基づいて、基板移動機構４
０９を移動させるための移動データを生成する。この後、ＰＣ４０２が、ドライバ４１１
を介して音響光学変調器４０６の出力光量を制御することにより、レーザ発振器４０３か
ら出力されたレーザビームは、光学系４０５によって減衰された後、音響光学変調器４０
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６によって所定の光量になるように光量が制御される。一方、音響光学変調器４０６から
出力されたレーザビームは、光学系４０７で光路及びビーム形を変化させ、レンズで集光
した後、基板上に形成された感光材料に対して該ビームを照射して、感光材料を感光する
。このとき、ＰＣ４０２が生成した移動データに従い、基板移動機構４０９をＸ方向及び
Ｙ方向に移動制御する。この結果、所定の場所にレーザビームが照射され、感光材料の露
光が行われる。
【０１４２】
　なお、感光材料に照射されたレーザ光のエネルギーの一部は、熱に変換され、感光材料
の一部を反応させる。従って、パターン幅は、レーザビームの幅より若干大きくなる。ま
た、短波長のレーザ光ほど、ビーム径を小さく集光することが可能であるため、微細な幅
のパターンを形成するためには、短波長のレーザビームを照射することが好ましい。
【０１４３】
　また、レーザビームの感光材料表面でのスポット形状は、点状、円形、楕円形、矩形、
または線状（厳密には細長い長方形状）となるように光学系で加工されている。なお、ス
ポット形状は円形であっても構わないが、線状にした方が、幅が均一なパターンを形成す
ることができる。
【０１４４】
　また、図１３に示した装置は、基板の表面側からレーザ光を照射して露光する例を示し
たが、光学系や基板移動機構を適宜変更し、基板の裏面側からレーザ光を照射して露光す
るレーザビーム描画装置としてもよい。なお、ここでは、基板を移動して選択的にレーザ
ビームを照射しているが、これに限定されず、レーザビームをＸ－Ｙ軸方向に走査してレ
ーザビームを照射することができる。この場合、光学系４０７にポリゴンミラーやガルバ
ノミラーを用いることが好ましい。
【０１４５】
　次いで、エッチャント（または現像液）を用いて現像を行い、余分な部分を除去して、
本焼成を行ってゲート電極またはゲート配線となる金属配線１１５を形成する（図８（Ｃ
）参照。）。
【０１４６】
　また、金属配線１１５と同様に端子部に伸びる配線１４０も形成する。なお、ここでは
図示しないが、発光素子に電流を供給するための電源線も形成してもよい。また、保持容
量を形成するための容量電極または容量配線も必要であれば形成する。なお、ポジ型の感
光性材料を用いる場合には、除去したい部分にレーザ照射を行って化学反応させ、その部
分をエッチャントで溶解させればよい。また、導電膜材料液を滴下した後、室温乾燥また
は仮焼成を行ってからレーザ光の照射による露光を行ってもよい。
【０１４７】
　次いで、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法を用いて、ゲート絶縁膜１１８、半導体
膜、ｎ型の半導体膜を順次成膜する。ゲート絶縁膜１１８としては、ＰＣＶＤ法により得
られる酸化珪素、窒化珪素、または窒化酸化珪素を主成分とする材料を用いる。また、ゲ
ート絶縁膜１１８について、シロキサン系ポリマーを用いた液滴吐出法により吐出、焼成
してアルキル基を含むＳｉＯｘ膜としてもよい。
【０１４８】
　半導体膜は、シランやゲルマンに代表される半導体材料ガスを用いて気相成長法やスパ
ッタリング法や熱ＣＶＤ法で作製されるアモルファス半導体膜、或いはセミアモルファス
半導体膜で形成する。アモルファス半導体膜としては、ＳｉＨ4、若しくはＳｉＨ4とＨ2

の混合気体を用いたＰＣＶＤ法により得られるアモルファスシリコン膜を用いることがで
きる。また、セミアモルファス（マイクロクリスタル若しくは微結晶ともいう）半導体膜
としては、ＳｉＨ4をＨ2で３倍～１０００倍に希釈した混合気体、Ｓｉ2Ｈ6とＧｅＦ4の
ガス流量比を２０～４０：０．９（Ｓｉ2Ｈ6：ＧｅＦ4）で希釈した混合気体、或いはＳ
ｉ2Ｈ6とＦ2の混合気体、或いはＳｉＨ4とＦ2の混合気体を用いたＰＣＶＤ法により得ら
れるセミアモルファスシリコン膜を用いることができる。なお、セミアモルファスシリコ
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ン膜は、下地との界面に、より結晶性を持たせることができるため好ましい。
【０１４９】
　また、ＳｉＨ4とＦ2の混合気体を用いたＰＣＶＤ法により得られるセミアモルファスシ
リコン膜にレーザ光を照射して、さらに結晶性を向上させてもよい。
【０１５０】
　ｎ型の半導体膜は、シランガスとフォスフィンガスを用いたＰＣＶＤ法で形成すれば良
く、アモルファス半導体膜、或いはセミアモルファス半導体膜で形成することができる。
ｎ型の半導体膜１２０を設けると、半導体膜と電極（後の工程で形成される電極）とのコ
ンタクト抵抗が低くなり好ましいが、必要に応じて設ければよい。
【０１５１】
　次いで、マスク１２１を設け、半導体膜と、ｎ型の半導体膜とを選択的にエッチングし
て島状の半導体膜１１９、ｎ型の半導体膜１２０を得る（図８（Ｄ）参照。）。マスク１
２１の形成方法は、液滴吐出法や印刷法（凸版、平板、凹版、スクリーンなど）を用いて
形成する。直接、所望のマスクパターンを液滴吐出法や印刷法で形成してもよいが、高精
細度に形成するために液滴吐出法や印刷法で大まかなレジストパターンを形成した後、レ
ーザ光を用いて選択的に露光を行って精細なレジストパターンを形成してもよい。
【０１５２】
　図１３に示すレーザビーム描画装置を用いれば、レジストの露光も行うこともできる。
その場合、感光材料をレジストとしてレーザ光により露光を行ってレジストマスク１２１
を形成すればよい。
【０１５３】
　次いで、マスク１２１を除去した後、マスク（図示しない）を設けてゲート絶縁膜を選
択的にエッチングしてコンタクトホールを形成する。また、端子部においてはゲート絶縁
膜を除去する。マスクの形成方法は、通常のフォトリソ技術、或いは、液滴吐出方法によ
るレジストパターン形成、或いは、全面にポジ型のレジスト塗布を行った後、レーザ光に
よる露光、現像を行うレジストパターン形成でもよい。アクティブマトリクス型の発光装
置においては一つの画素に複数のＴＦＴが配置され、ゲート電極とゲート絶縁膜を介して
上層の配線との接続箇所を有する。
【０１５４】
　次いで、液滴吐出法により導電性材料（Ａｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅）、Ｗ（タ
ングステン）、Ａｌ（アルミニウム）等）を含む組成物を選択的に吐出して、ソース配線
またはドレイン配線１２２、１２３、および引出電極１１７を形成する。なお、同様に、
発光素子に電流を供給するための電源線や、端子部において接続配線（図示しない）も形
成する（図８（Ｅ）参照）。
【０１５５】
　次いで、ソース配線またはドレイン配線１２２、１２３をマスクとしてｎ型の半導体膜
、および半導体膜の上層部をエッチングして、図９（Ａ）の状態を得る。この段階で、活
性層となるチャネル形成領域１２４、ソース領域１２６、ドレイン領域１２５を備えたチ
ャネルエッチ型のＴＦＴが完成する。
【０１５６】
　次いで、チャネル形成領域１２４を不純物汚染から防ぐための保護膜１２７を形成する
（図９（Ｂ）参照。）。保護膜１２７としては、スパッタ法、またはＰＣＶＤ法により得
られる窒化珪素、または窒化酸化珪素を主成分とする材料を用いる。ここでは保護膜１２
７を形成した例を示したが、特に必要でなければ設ける必要はない。
【０１５７】
　次いで、液滴吐出法により層間絶縁膜１２８を選択的に形成する。層間絶縁膜１２８は
、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、アクリル樹脂、メラ
ミン樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂材料を用いる。また、ベンゾシクロブテン、パリレン、
フレア、透過性を有するポリイミドなどの有機材料、シロキサンポリマー等の重合によっ
てできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料等を用いて
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液滴吐出法で形成する。層間絶縁膜１２８の形成方法は、特に液滴吐出法に限定されず、
塗布法やＰＣＶＤ法などを用いて全面に形成してもよい。
【０１５８】
次いで、層間絶縁膜１２８をマスクとして保護膜１２７をエッチングし、ソース配線また
はドレイン配線１２２、１２３上の一部に導電性部材からなる凸状部（ピラー）１２９を
形成する。凸状部（ピラー）１２９は、導電性材料（Ａｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅
）、Ｗ（タングステン）、Ａｌ（アルミニウム）等）を含む組成物の吐出と焼成を繰り返
すことによって形成してもよい。
【０１５９】
　次いで、層間絶縁膜１２８上に凸状部（ピラー）１２９と接する第１の電極１３０を形
成する（図９（Ｃ）参照。）。なお、同様に配線１４０と接する端子電極１４１も形成す
る。ここでは駆動用のＴＦＴはｎチャネル型とした例であるので第１の電極１３０は陰極
として機能させることが好ましい。発光を通過させる場合、液滴吐出法または印刷法によ
りインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化珪素を含むインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸
化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ2）などを含む組成物からなる所定のパターンを形
成し、焼成して第１の電極１３０および端子電極１４１を形成する。また、発光を第１の
電極１３０で反射させる場合、液滴吐出法によりＡｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅）、
Ｗ（タングステン）、Ａｌ（アルミニウム）等の金属の粒子を主成分とした組成物からな
る所定のパターンを形成し、焼成して電極１３０および端子電極１４１を形成する。他の
方法としては、スパッタリング法により透明導電膜、若しくは光反射性の導電膜を形成し
て、液滴吐出法によりマスクパターンを形成し、エッチングを組み合わせて第１の電極１
３０を形成しても良い。
【０１６０】
　図９（Ｃ）の段階での画素の上面図の一例を図１０に示す。図１０中において、鎖線Ａ
－Ａ’断面が図９（Ｃ）中の画素部右側の断面図と対応し、鎖線Ｂ－Ｂ’が図９（Ｃ）中
の画素部左側の断面図と対応している。なお、図１０中において、図８および図９に対応
する部位には同じ符号を用いている。また、図１０において、後に形成される隔壁１３４
の端部となる箇所は点線で示している。
【０１６１】
　また、ここでは保護膜１２７を設けた例としたため、層間絶縁膜１２８と凸状部（ピラ
ー）１２９とを別々に形成したが、保護膜１２７を設けない場合、液滴吐出法により同じ
装置で形成することもできる。
【０１６２】
　次いで、第１の電極１３０の周縁部を覆う隔壁１３４を形成する。隔壁（土手ともいう
）１３４は、珪素を含む材料、有機材料及び化合物材料を用いて形成する。また、多孔質
膜を用いても良い。但し、アクリル、ポリイミド等の感光性、非感光性の材料を用いて形
成すると、その側面は曲率半径が連続的に変化する形状となり、上層の薄膜が段切れせず
に形成されるため好ましい。
【０１６３】
　以上の工程により、基板１００上にボトムゲート型（逆スタガ型ともいう）のＴＦＴお
よび第１の電極１３０が形成された発光表示パネル用のＴＦＴ基板が完成する。
【０１６４】
　次いで、電界発光層（ＥＬ層）として機能する層、即ち、有機化合物を含む層１３６の
形成を行う。有機化合物を含む層１３６は、積層構造であり、それぞれ蒸着法または塗布
法を用いて形成する。例えば、陰極上に電子輸送層（電子注入層）、発光層、正孔輸送層
、正孔注入層と順次積層する。
【０１６５】
電子輸送層は、電荷注入輸送物質を含んでおり、特に電子輸送性の高い電荷注入輸送物質
としては、例えばトリス（８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ3）、トリス
（５－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｍｑ3）、ビス（１０－ヒ
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ドロキシベンゾ［ｈ］－キノリナト）ベリリウム（略称：ＢｅＢｑ2）、ビス（２－メチ
ル－８－キノリノラト）－４－フェニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）な
ど、キノリン骨格またはベンゾキノリン骨格を有する金属錯体等が挙げられる。また正孔
輸送性の高い物質としては、例えば４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニ
ル－アミノ］－ビフェニル（略称：α－ＮＰＤ）や４，４’－ビス［Ｎ－（３－メチルフ
ェニル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－ビフェニル（略称：ＴＰＤ）や４，４’，４’’－
トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニル－アミノ）－トリフェニルアミン（略称：ＴＤＡＴＡ）、４
，４’，４’’－トリス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－トリ
フェニルアミン（略称：ＭＴＤＡＴＡ）などの芳香族アミン系（即ち、ベンゼン環－窒素
の結合を有する）の化合物が挙げられる。
【０１６６】
　また、電荷注入輸送物質のうち、特に電子注入性の高い物質としては、フッ化リチウム
（ＬｉＦ）、フッ化セシウム（ＣｓＦ）、フッ化カルシウム（ＣａＦ2）等のようなアル
カリ金属又はアルカリ土類金属の化合物が挙げられる。また、この他、Ａｌｑ3のような
電子輸送性の高い物質とマグネシウム（Ｍｇ）のようなアルカリ土類金属との混合物であ
ってもよい。
【０１６７】
　また、発光層は、有機化合物又は無機化合物を含む電荷注入輸送物質及び発光材料で形
成し、その分子数から低分子系有機化合物、中分子系有機化合物（昇華性を有さず、且つ
分子数が２０以下、又は連鎖する分子の長さが１０μｍ以下の有機化合物を指していう）
、高分子系有機化合物から選ばれた一種又は複数種の層を含み、電子注入輸送性又は正孔
注入輸送性の無機化合物と組み合わせても良い。
【０１６８】
　発光材料には様々な材料がある。低分子系有機発光材料では、４－ジシアノメチレン－
２－メチル－６－［（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジル－９－エニル）］－４
Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ）、４－ジシアノメチレン－２－ｔ－ブチル－６－（１，１
，７，７－テトラメチルジュロリジル－９－エニル）　－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ
Ｂ）、ペリフランテン、２，５－ジシアノ－１，４－ビス（１０－メトキシ－１，１，７
，７－テトラメチルジュロリジル－９－エニル）ベンゼン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリ
ドン（略称：ＤＭＱｄ）、クマリン６、クマリン５４５Ｔ、トリス（８－キノリノラト）
アルミニウム（略称：Ａｌｑ3）、９，９’－ビアントリル、９，１０－ジフェニルアン
トラセン（略称：ＤＰＡ）や９，１０－ビス（２－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＮ
Ａ）等を用いることができる。また、この他の物質でもよい。
【０１６９】
　高分子系有機発光材料は低分子系に比べて物理的強度が高く、素子の耐久性が高い。ま
た塗布により成膜することが可能であるので、素子の作製が比較的容易である。高分子系
有機発光材料を用いた発光素子の構造は、低分子系有機発光材料を用いたときと基本的に
は同じであり、陰極、有機発光層、陽極とを順次積層した構造なる。しかし、高分子系有
機発光材料を用いた発光層を形成する際には、低分子系有機発光材料を用いたときのよう
な積層構造を形成させることは難しく、多くの場合２層構造となる。具体的には、陰極、
発光層、正孔輸送層、陽極を順次積層した構造である。
【０１７０】
　発光色は、発光層を形成する材料で決まるため、これらを選択することで所望の発光を
示す発光素子を形成することができる。発光層の形成に用いることができる高分子系の電
界発光材料は、ポリパラフェニレンビニレン系、ポリパラフェニレン系、ポリチオフェン
系、ポリフルオレン系が挙げられる。
【０１７１】
　ポリパラフェニレンビニレン系には、ポリ（パラフェニレンビニレン）　（ＰＰＶ）　
の誘導体、ポリ（２，５－ジアルコキシ－１，４－フェニレンビニレン）　［ＲＯ－ＰＰ
Ｖ］、ポリ（２－（２’－エチル－ヘキソキシ）－５－メトキシ－１，４－フェニレンビ
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ニレン）［ＭＥＨ－ＰＰＶ］、ポリ（２－（ジアルコキシフェニル）－１，４－フェニレ
ンビニレン）［ＲＯＰｈ－ＰＰＶ］等が挙げられる。ポリパラフェニレン系には、ポリパ
ラフェニレン［ＰＰＰ］の誘導体、ポリ（２，５－ジアルコキシ－１，４－フェニレン）
［ＲＯ－ＰＰＰ］、ポリ（２，５－ジヘキソキシ－１，４－フェニレン）等が挙げられる
。ポリチオフェン系には、ポリチオフェン［ＰＴ］の誘導体、ポリ（３－アルキルチオフ
ェン）［ＰＡＴ］、ポリ（３－ヘキシルチオフェン）［ＰＨＴ］、ポリ（３－シクロヘキ
シルチオフェン）［ＰＣＨＴ］、ポリ（３－シクロヘキシル－４－メチルチオフェン）［
ＰＣＨＭＴ］、ポリ（３，４－ジシクロヘキシルチオフェン）［ＰＤＣＨＴ］、ポリ［３
－（４－オクチルフェニル）－チオフェン］［ＰＯＰＴ］、ポリ［３－（４－オクチルフ
ェニル）－２，２ビチオフェン］［ＰＴＯＰＴ］等が挙げられる。ポリフルオレン系には
、ポリフルオレン［ＰＦ］の誘導体、ポリ（９，９－ジアルキルフルオレン）［ＰＤＡＦ
］、ポリ（９，９－ジオクチルフルオレン）［ＰＤＯＦ］等が挙げられる。
【０１７２】
　なお、正孔輸送性の高分子系有機発光材料を、陽極と発光性の高分子系有機発光材料の
間に挟んで形成すると、陽極からの正孔注入性を向上させることができる。一般にアクセ
プター材料と共に水に溶解させたものをスピンコート法などで塗布する。また、有機溶媒
には不溶であるため、上述した発光性の有機発光材料との積層が可能である。正孔輸送性
の高分子系有機発光材料としては、ＰＥＤＯＴとアクセプター材料としてのショウノウス
ルホン酸（ＣＳＡ）の混合物、ポリアニリン［ＰＡＮＩ］とアクセプター材料としてのポ
リスチレンスルホン酸［ＰＳＳ］の混合物等が挙げられる。
【０１７３】
　さらに、発光層は、一重項励起発光材料の他、金属錯体などを含む三重項励起材料を用
いても良い。例えば、赤色の発光性の画素、緑色の発光性の画素及び青色の発光性の画素
のうち、輝度半減時間が比較的短い赤色の発光性の画素を三重項励起発光材料で形成し、
他を一重項励起発光材料で形成する。三重項励起発光材料は発光効率が良いので、同じ輝
度を得るのに消費電力が少なくて済むという特徴がある。すなわち、赤色画素に適用した
場合、発光素子に流す電流量が少なくて済むので、信頼性を向上させることができる。低
消費電力化として、赤色の発光性の画素と緑色の発光性の画素とを三重項励起発光材料で
形成し、青色の発光性の画素を一重項励起発光材料で形成しても良い。人間の視感度が高
い緑色の発光素子も三重項励起発光材料で形成することで、より低消費電力化を図ること
ができる。
【０１７４】
　三重項励起発光材料の一例としては、金属錯体をドーパントとして用いたものがあり、
第三遷移系列元素である白金を中心金属とする金属錯体、イリジウムを中心金属とする金
属錯体などが知られている。三重項励起発光材料としては、これらの化合物に限られるこ
とはなく、上記構造を有し、且つ中心金属に周期表の８～１０属に属する元素を有する化
合物を用いることも可能である。
【０１７５】
　また、正孔輸送層は、電荷注入輸送物質を含んでおり、正孔注入性の高い物質としては
、例えば、モリブデン酸化物（ＭｏＯｘ）やバナジウム酸化物（ＶＯｘ）、ルテニウム酸
化物（ＲｕＯｘ）、タングステン酸化物（ＷＯｘ）、マンガン酸化物（ＭｎＯｘ）等の金
属酸化物が挙げられる。また、この他、フタロシアニン（略称：Ｈ2Ｐｃ）や銅フタロシ
アニン（ＣｕＰＣ）等のフタロシアニン系の化合物が挙げられる。
【０１７６】
　なお、有機化合物を含む層１３６の形成前に、酸素雰囲気中でのプラズマ処理や真空雰
囲気下での加熱処理を行うとよい。蒸着法を用いる場合、予め、抵抗加熱により有機化合
物は気化されており、蒸着時にシャッターが開くことにより基板の方向へ飛散する。気化
された有機化合物は、上方に飛散し、メタルマスクに設けられた開口部を通って基板に蒸
着される。また、フルカラー化するためには、発光色（Ｒ、Ｇ、Ｂ）ごとにマスクのアラ
イメントを行えばよい。
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【０１７７】
　発光層は、発光波長帯の異なる発光層を画素毎に形成して、フルカラー表示を行う構成
とすれば良い。典型的には、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各色に対応した発光層を形
成する。この場合に、画素の光放射側にその発光波長帯の光を透過するフィルター（着色
層）を設けた構成とすることで、色純度の向上や、画素部の鏡面化（映り込み）の防止を
図ることができる。フィルター（着色層）を設けることで、従来必要であるとされていた
円偏光版などを省略することが可能となり、発光層から放射される光の損失を無くすこと
ができる。さらに、斜方から画素部（表示画面）を見た場合に起こる色調の変化を低減す
ことができる。
【０１７８】
　また、塗り分けを行わず、有機化合物を含む層１３６として単色の発光を示す材料を用
い、カラーフィルターや色変換層を組み合わせることによりフルカラー表示を行うことが
できる。例えば、白色又は橙色の発光を示す電界発光層を形成する場合、画素の光放射側
にカラーフィルター、又は色変換層、カラーフィルターと色変換層とを組み合わせたもの
を別途設けることによってフルカラー表示ができる。カラーフィルターや色変換層は、例
えば第２の基板（封止基板）に形成し、基板へ張り合わせればよい。また上述したように
、単色の発光を示す材料、カラーフィルター、及び色変換層のいずれも液滴吐出法により
形成することができる。
【０１７９】
　白色に発光する発光層を形成するには、例えば、Ａｌｑ3、部分的に赤色発光色素であ
るナイルレッドをドープしたＡｌｑ3、Ａｌｑ3、ｐ－ＥｔＴＡＺ、ＴＰＤ（芳香族ジアミ
ン）を蒸着法により順次積層することで白色を得ることができる。また、スピンコートを
用いた塗布法によりＥＬを形成する場合には、塗布した後、塗布された膜は真空加熱で焼
成することが好ましい。例えば、正孔注入層として作用するポリ（エチレンジオキシチオ
フェン）／ポリ（スチレンスルホン酸）水溶液（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）を全面に塗布、焼
成し、その後、発光層として作用する発光中心色素（１，１，４，４－テトラフェニル－
１，３－ブタジエン（ＴＰＢ）、４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチ
ルアミノ－スチリル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ１）、ナイルレッド、クマリン６など）ド
ープしたポリビニルカルバゾール（ＰＶＫ）溶液を全面に塗布、焼成すればよい。
【０１８０】
　発光層は単層で形成することもでき、ホール輸送性のポリビニルカルバゾール（ＰＶＫ
）に電子輸送性の１，３，４－オキサジアゾール誘導体（ＰＢＤ）を分散させてもよい。
また、３０ｗｔ％のＰＢＤを電子輸送剤として分散し、４種類の色素（ＴＰＢ、クマリン
６、ＤＣＭ１、ナイルレッド）を適当量分散することで白色発光が得られる。
【０１８１】
　以上に掲げる有機化合物を含む層を形成する物質は一例であり、正孔注入輸送層、正孔
輸送層、電子注入輸送層、電子輸送層、発光層、電子ブロック層、正孔ブロック層などの
機能性の各層を適宜積層することで発光素子を形成することができる。また、これらの各
層を合わせた混合層又は混合接合を形成しても良い。発光層の層構造は変化しうるもので
あり、特定の電子注入領域や発光領域を備えていない代わりに、もっぱらこの目的用の電
極を備えたり、発光性の材料を分散させて備えたりする変形は、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において許容されうるものである。
【０１８２】
　もちろん単色発光の表示を行ってもよい。例えば、単色発光を用いてエリアカラータイ
プの発光表示装置を形成してもよい。エリアカラータイプは、パッシブマトリクス型の表
示部が適しており、主に文字や記号を表示することができる。
【０１８３】
　次いで、第２の電極１３７を形成する。発光素子の陽極として機能する第２の電極１３
７は光を透過する透明導電膜を用いて形成し、例えばＩＴＯ、ＩＴＳＯの他、酸化インジ
ウムに２～２０％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合した透明導電膜を用いる。発光素子は、有
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機化合物を含む層１３６を第１の電極１３０と第２の電極１３７で挟んだ構成になってい
る。なお、第１の電極１３０及び第２の電極１３７は仕事関数を考慮して材料を選択する
必要があり、そして第１の電極１３０及び第２の電極１３７は、画素構成によりいずれも
陽極、又は陰極となりうる。
【０１８４】
　上記のような材料で形成した発光素子は、順方向にバイアスすることで発光する。発光
素子を用いて形成する表示装置の画素は、単純マトリクス方式、若しくはアクティブマト
リクス方式で駆動することができる。いずれにしても、個々の画素は、ある特定のタイミ
ングで順方向バイアスを印加して発光させることとなるが、ある一定期間は非発光状態と
なっている。この非発光時間に逆方向のバイアスを印加することで発光素子の信頼性を向
上させることができる。発光素子では、一定駆動条件下で発光強度が低下する劣化や、画
素内で非発光領域が拡大して見かけ上輝度が低下する劣化モードがあるが、順方向及び逆
方向にバイアスを印加する交流的な駆動（ＡＣ駆動）を行うことで、劣化の進行を遅くす
ることができ、発光装置の信頼性を向上させることができる。
【０１８５】
　また、第２の電極１３７の低抵抗化を図るため、発光領域とならない領域の第２の電極
１３７上に補助電極を設けてもよい。また、第２の電極１３７を保護する保護層を形成し
てもよい。例えば、珪素からなる円盤状のターゲットを用い、成膜室雰囲気を窒素雰囲気
または窒素とアルゴンを含む雰囲気とすることによって窒化珪素膜からなる保護膜を形成
することができる。また、炭素を主成分とする薄膜（ＤＬＣ膜、ＣＮ膜、アモルファスカ
ーボン膜）を保護膜として形成してもよく、別途、ＣＶＤ法を用いた成膜室を設けてもよ
い。ダイヤモンドライクカーボン膜（ＤＬＣ膜とも呼ばれる）は、プラズマＣＶＤ法（代
表的には、ＲＦプラズマＣＶＤ法、マイクロ波ＣＶＤ法、電子サイクロトロン共鳴（ＥＣ
Ｒ）ＣＶＤ法、熱フィラメントＣＶＤ法など）、燃焼炎法、スパッタ法、イオンビーム蒸
着法、レーザ蒸着法などで形成することができる。成膜に用いる反応ガスは、水素ガスと
、炭化水素系のガス（例えばＣＨ4、Ｃ2Ｈ2、Ｃ6Ｈ6など）とを用い、グロー放電により
イオン化し、負の自己バイアスがかかったカソードにイオンを加速衝突させて成膜する。
また、窒化炭素膜（ＣＮ膜）は反応ガスとしてＣ2Ｈ4ガスとＮ2ガスとを用いて形成すれ
ばよい。なお、ＤＬＣ膜やＣＮ膜は、可視光に対して透明もしくは半透明な絶縁膜である
。「可視光に対して透明」とは可視光の透過率が８０～１００％であることを指し、「可
視光に対して半透明」とは可視光の透過率が５０～８０％であることを指す。なお、この
保護膜は、必要がなければ特に設けなくともよい。
【０１８６】
　次いで、封止基板１３５をシール材（図示しない）で貼り合わせて発光素子を封止する
。なお、シール材で囲まれた領域には透明な充填材１３８を充填する。充填材１３８とし
ては、透光性を有している材料であれば特に限定されず、代表的には紫外線硬化または熱
硬化のエポキシ樹脂を用いればよい。ここでは屈折率１．５０、粘度５００ｃｐｓ、ショ
アＤ硬度９０、テンシル強度３０００ｐｓｉ、Ｔｇ点１５０℃、体積抵抗１×１０15Ω・
ｃｍ、耐電圧４５０Ｖ／ｍｉｌである高耐熱のＵＶエポキシ樹脂（エレクトロライト社製
：２５００Ｃｌｅａｒ）を用いる。また、充填材１３８を一対の基板間に充填することに
よって、全体の透過率を向上させることができる。
【０１８７】
　最後にＦＰＣ１４６を異方性導電膜１４５により公知の方法で端子電極１４１と貼りつ
ける（図９（Ｄ）参照。）。以上の工程により、アクティブマトリクス型発光装置が作製
できる。
【０１８８】
　図１１はＥＬ表示パネル構成の一例を示す上面図である。図１１は、走査線及び信号線
へ入力する信号を、外付けの駆動回路により制御する発光表示パネルの構成を示している
。絶縁表面を有する基板２００上に画素２０２をマトリクス上に配列させた画素部２０１
、走査線側入力端子２０３、信号線側入力端子２０４が形成されている。画素数は種々の
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規格に従って設ければ良く、ＸＧＡであれば１０２４×７６８×３（ＲＧＢ）、ＵＸＧＡ
であれば１６００×１２００×３（ＲＧＢ）、フルスペックハイビジョンに対応させるの
であれば１９２０×１０８０×３（ＲＧＢ）とすれば良い。
【０１８９】
　画素２０２は、走査線側入力端子２０３から延在する走査線と、信号線側入力端子２０
４から延在する信号線とが交差することで、マトリクス状に配設される。画素２０２のそ
れぞれには、スイッチング素子とそれに接続する画素電極が備えられている。スイッチン
グ素子の代表的な一例はＴＦＴであり、ＴＦＴのゲート電極側が走査線と、ソース若しく
はドレイン側が信号線と接続されることにより、個々の画素を外部から入力する信号によ
って独立して制御可能としている。
【０１９０】
　なお、図９で示した第１の電極１３０を透明材料、第２の電極１３７を金属材料とすれ
ば、基板１００を通過させて光を取り出す構造、即ちボトムエミッション型となる。また
、第１の電極１３０を金属材料、第２の電極１３７を透明材料とすれば、封止基板１３５
を通過させて光を取り出す構造、即ちトップエミッション型となる。また、第１の電極１
３０および第２の電極１３７を透明材料とすれば、基板１００と封止基板１３５の両方を
通過させて光を取り出す構造とすることができる。本発明は、適宜、いずれか一の構造と
すればよい。また、ＥＬ表示パネルに駆動用のドライバ回路を実装しても良い。その一態
様について図１２を参照して説明する。
【０１９１】
　まず、ＣＯＧ方式を採用した表示装置について、図１２を用いて説明する。基板３００
上には、文字や画像などの情報を表示する画素部３０１、走査側の駆動回路３０２が設け
られる。複数の駆動回路が設けられた基板を、矩形状に分断し、分断後の駆動回路（以下
ドライバＩＣと表記する。）３０５ａ、３０５ｂは、基板３００上に実装される。図１２
は複数のドライバＩＣ３０５ａ、３０５ｂ、該ドライバＩＣ３０５ａ、３０５ｂの先にテ
ープ３０４ａ、３０４ｂを実装する形態を示す。また、分割する大きさを画素部の信号線
側の辺の長さとほぼ同じにし、単数のドライバＩＣに、該ドライバＩＣの先にテープを実
装してもよい。
【０１９２】
　また、ＴＡＢ方式を採用してもよく、その場合は、複数のテープを貼り付けて、該テー
プにドライバＩＣを実装すればよい。ＣＯＧ方式の場合と同様に、単数のテープに単数の
ドライバＩＣを実装してもよく、この場合には、強度の問題から、ドライバＩＣを固定す
る金属片等を一緒に貼り付けるとよい。
【０１９３】
　これらのＥＬ表示パネルに実装されるドライバＩＣは、生産性を向上させる観点から、
一辺が３００ｍｍから１０００ｍｍ以上の矩形状の基板上に複数個作り込むとよい。つま
り、基板上に駆動回路部と入出力端子を一つのユニットとする回路パターンを複数個形成
し、最後に分割して取り出せばよい。ドライバＩＣは、画素部の一辺の長さや画素ピッチ
を考慮して、長辺が１５～８０ｍｍ、短辺が１～６ｍｍの矩形状に形成してもよいし、画
素領域の一辺、又は画素部の一辺と各駆動回路の一辺とを足した長さに形成してもよい。
【０１９４】
　ドライバＩＣのＩＣチップに対する外形寸法の優位性は長辺の長さにあり、長辺が１５
～８０ｍｍで形成されたドライバＩＣを用いると、画素部に対応して実装するのに必要な
数がＩＣチップを用いる場合よりも少なくて済み、製造上の歩留まりを向上させることが
できる。また、ガラス基板上にドライバＩＣを形成すると、母体として用いる基板の形状
に限定されないので生産性を損なうことがない。これは、円形のシリコンウエハからＩＣ
チップを取り出す場合と比較すると、大きな優位点である。
【０１９５】
　図１２において、画素部３０１の外側の領域には、駆動回路が形成されたドライバＩＣ
３０５ａ、３０５ｂが実装される。これらのドライバＩＣ３０５ａ、３０５ｂは、信号線
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側の駆動回路である。ＲＧＢフルカラーに対応した画素領域を形成するためには、ＸＧＡ
クラスで信号線の本数が３０７２本必要であり、ＵＸＧＡクラスでは４８００本が必要と
なる。このような本数で形成された信号線は、画素部３０１の端部で数ブロック毎に区分
して引出線を形成し、ドライバＩＣ３０５ａ、３０５ｂの出力端子のピッチに合わせて集
められる。
【０１９６】
　ドライバＩＣは、基板上に形成された結晶質半導体により形成されることが好適であり
、該結晶質半導体は連続発光のレーザ光を照射することで形成されることが好適である。
従って、当該レーザ光を発生させる発振器としては、連続発光の固体レーザ又は気体レー
ザを用いる。連続発光のレーザを用いると、結晶欠陥が少なく、大粒径の多結晶半導体層
を用いて、トランジスタを作成することが可能となる。また移動度や応答速度が良好なた
めに高速駆動が可能で、従来よりも素子の動作周波数を向上させることができ、特性バラ
ツキが少ないために高い信頼性を得ることができる。なお、さらなる動作周波数の向上を
目的として、トランジスタのチャネル長方向とレーザ光の走査方向と一致させるとよい。
これは、連続発光レーザによるレーザ結晶化工程では、トランジスタのチャネル長方向と
レーザ光の基板に対する走査方向とが概ね並行（好ましくは－３０°～３０°）であると
きに、最も高い移動度が得られるためである。なおチャネル長方向とは、チャネル形成領
域において、電流が流れる方向、換言すると電荷が移動する方向と一致する。このように
作製したトランジスタは、結晶粒がチャネル方向に延在する多結晶半導体層によって構成
される活性層を有し、このことは結晶粒界が概ねチャネル方向に沿って形成されているこ
とを意味する。
【０１９７】
　レーザ結晶化を行うには、レーザ光の大幅な絞り込みを行うことが好ましく、そのビー
ムスポットの幅は、ドライバＩＣの短辺の同じ幅の１～３ｍｍ程度とすることがよい。ま
た、被照射体に対して、十分に且つ効率的なエネルギー密度を確保するために、レーザ光
の照射領域は、線状であることが好ましい。但し、ここでいう線状とは、厳密な意味で線
を意味しているのではなく、アスペクト比の大きい長方形もしくは長楕円形を意味する。
例えば、アスペクト比が２以上（好ましくは１０～１００００）のものを指す。このよう
に、レーザ光のビームスポットの幅をドライバＩＣの短辺と同じ長さとすることで、生産
性を向上させた表示装置の作製方法を提供することができる。
【０１９８】
　図１２では、走査線駆動回路は画素部と共に一体形成し、信号線駆動回路としてドライ
バＩＣを実装した形態を示した。しかしながら、本発明はこの形態に限定されず、走査線
駆動回路及び信号線駆動回路の両方として、ドライバＩＣを実装してもよい。その場合に
は、走査線側と信号線側で用いるドライバＩＣの仕様を異なるものにするとよい。
【０１９９】
　画素部３０１は、信号線と走査線が交差してマトリクスを形成し、各交差部に対応して
トランジスタが配置される。本発明は、画素部３０１に配置されるトランジスタとして、
非晶質半導体又はセミアモルファス半導体をチャネル部としたＴＦＴを用いることを特徴
とする。非晶質半導体は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等の方法により形成する
。セミアモルファス半導体は、プラズマＣＶＤ法で３００℃以下の温度で形成することが
可能であり、例えば、外寸５５０×６５０ｍｍの無アルカリガラス基板であっても、トラ
ンジスタを形成するのに必要な膜厚を短時間で形成するという特徴を有する。このような
製造技術の特徴は、大画面の表示装置を作製する上で有効である。また、セミアモルファ
スＴＦＴは、ＳＡＳでチャネル形成領域を構成することにより２～１０ｃｍ2／Ｖ・ｓｅ
ｃの電界効果移動度を得ることができる。従って、このＴＦＴを画素のスイッチング用素
子や、走査線側の駆動回路を構成する素子として用いることができる。従って、システム
オンパネル化を実現したＥＬ表示パネルを作製することができる。
【０２００】
　なお、図１２では、半導体層をＳＡＳで形成したＴＦＴを用いることにより、走査線側
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駆動回路も基板上に一体形成することを前提として示している。半導体層をＳＡＳで形成
したＴＦＴを用いる場合には、走査線側駆動回路及び信号線側駆動回路の両方にドライバ
ＩＣを実装してもよい。
【０２０１】
　その場合には、走査線側と信号線側で用いるドライバＩＣの仕様を異なるものにするこ
とが好適である。例えば、走査線側のドライバＩＣを構成するトランジスタには３０Ｖ程
度の耐圧が要求されるものの、駆動周波数は１００ｋＨｚ以下であり、比較的高速動作は
要求されない。従って、走査線側のドライバを構成するトランジスタのチャネル長（Ｌ）
は十分大きく設定することが好適である。一方、信号線側のドライバＩＣのトランジスタ
には、１２Ｖ程度の耐圧があれば十分であるが、駆動周波数は３Ｖにて６５ＭＨｚ程度で
あり、高速動作が要求される。そのため、ドライバを構成するトランジスタのチャネル長
などはミクロンルールで設定することが好適である。
【０２０２】
　ドライバＩＣの実装方法は、特に限定されるものではなく、公知のＣＯＧ方法やワイヤ
ボンディング方法、或いはＴＡＢ方法を用いることができる。ドライバＩＣの厚さは、対
向基板と同じ厚さとすることで、両者の間の高さはほぼ同じものとなり、表示装置全体と
しての薄型化に寄与する。また、それぞれの基板を同じ材質のもので作製することにより
、この表示装置に温度変化が生じても熱応力が発生することなく、ＴＦＴで作製された回
路の特性を損なうことはない。その他にも、本実施例で示すようにＩＣチップよりも長尺
のドライバＩＣで駆動回路を実装することにより、１つの画素領域に対して、実装される
ドライバＩＣの個数を減らすことができる。
【０２０３】
以上示したように、液滴吐出法を用いた導電膜パターンに対してレーザ光で露光し、現像
することによって微細なパターンを実現することができる。また、液滴吐出法を用いて基
板上に直接的に各種のパターンを形成することにより、１辺が１０００ｍｍを超える第５
世代以降のガラス基板を用いても、ＥＬ表示パネルの製造を容易なものとすることができ
る。
【０２０４】
　また、本実施の形態では、スピンコートを行わず、フォトマスクを利用した光露光工程
を極力行わない工程を示したが、特に限定されず、一部のパターニングにフォトマスクを
利用した光露光工程で行っても良い。
【０２０５】
　上記のように製造されたＥＬ表示パネルを用いて様々な電子機器を完成させることがで
きる。電子機器の一例として、テレビジョン装置、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴー
グル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、オーデ
ィオコンポ等）、パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピ
ュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍等）、記録媒体を備えた画像再生装置（
具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ（ＤＶＤ）等の記録媒体を再
生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）などが挙げられる。特に、大型
画面を有する大型テレビジョン放置に本発明を用いることが望ましい。それら電子機器の
具体例を図１６に示す。
【０２０６】
　図１６（Ａ）は２２インチ～５０インチの大画面を有する大型のテレビジョン装置であ
り、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００３、ビデオ入力端子２００５等を含む
。また、なお、表示装置は、テレビジョン放送受信用、双方向テレビジョン用などの全て
の情報表示用表示装置が含まれる。本発明により、１辺が１０００ｍｍを超える第５世代
以降のガラス基板を用いても、比較的安価な大型表示装置を実現できる。
【０２０７】
　図１６（Ｂ）はパーソナルコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２、表示部
２２０３、キーボード２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングマウス２２０
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６等を含む。本発明により、比較的安価なノート型パーソナルコンピュータを実現できる
。
【０２０８】
　図１６（Ｃ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）
であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４、記録媒体
（ＤＶＤ等）読み込み部２４０５、操作キー２４０６、スピーカ部２４０７等を含む。表
示部Ａ２４０３は主として画像情報を表示し、表示部Ｂ２４０４は主として文字情報を表
示する。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。本
発明により、比較的安価な画像再生装置を実現できる。
【０２０９】
　図１６（Ｄ）は、ワイヤレスでディスプレイのみを持ち運び可能なＴＶである。筐体２
６０２にはバッテリー及び信号受信器が内蔵されており、そのバッテリーで表示部２６０
３やスピーカ部２６０７を駆動させる。バッテリーは充電器２６００で繰り返し充電が可
能となっている。また、充電器２６００は映像信号を送受信することが可能で、その映像
信号をディスプレイの信号受信器に送信することができる。筐体２６０２は操作キー２６
０６によって制御する。また、図１６（Ｄ）に示す装置は、操作キー２６０６を操作する
ことによって、筐体２６０２から充電器２６００に信号を送ることも可能であるため映像
音声双方向通信装置としても使える。また、操作キー２６０６を操作することによって、
筐体２６０２から充電器２６００に信号を送り、さらに充電器２６００が送信できる信号
を他の電子機器に受信させることによって、他の電子機器の通信制御も可能であり、汎用
遠隔制御装置としても使える。本発明により、比較的大型（２２インチ～５０インチ）の
持ち運び可能なＴＶを安価な製造プロセスで提供できる。
【０２１０】
　以上の様に、本発明を実施して得た発光装置は、あらゆる電子機器の表示部として用い
ることができる。なお、本実施の形態では、アモルファスシリコン又はセミアモルファス
シリコンでＴＦＴを作製する一例を示したが、本発明はそれに限定されず、ポリシリコン
材料でチャネル形成領域を形成したＴＦＴを適用しても同様の作用効果を得ることができ
る。
【０２１１】
（実施の形態８）
　本実施の形態では、薄膜トランジスタを有する発光装置について図１４に説明する。
【０２１２】
　図１４（Ａ）に示すように、駆動回路部１３１０及び画素部１３１１に、セミアモルフ
ァスシリコン膜を活性層とするトップゲート型のＮチャネル型ＴＦＴを設けている。
【０２１３】
　本実施例では、画素部１３１１に形成された発光素子と接続されるＮチャネル型ＴＦＴ
は、駆動用ＴＦＴ１３０１と表記する。駆動用ＴＦＴ１３０１が有する電極（第１の電極
と表記する）の端部を覆うように、土手や隔壁と呼ばれる絶縁膜１３０２を形成する。絶
縁膜１３０２には、無機材料（酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど）、
感光性又は非感光性の有機材料（ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド
、レジスト又はベンゾシクロブテン）、珪素（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が
構成され、置換基に少なくとも水素を含む、又は置換基にフッ素、アルキル基、又は芳香
族炭化水素のうち少なくとも１種を有する材料、いわゆるシロキサン、及びそれらの積層
構造を用いることができる。有機材料として、ポジ型感光性有機樹脂又はネガ型感光性有
機樹脂を用いることができる。
【０２１４】
　第１の電極上において、絶縁膜１３０２に開口部を形成する。開口部には、電界発光層
１３０３が設けられ、電界発光層及び絶縁膜１３０２を覆うように発光素子の第２の電極
１３０４が設けられる。なお、電界発光層が形成する分子励起子の種類としては一重項励
起状態と三重項励起状態が可能であり、基底状態は通常一重項状態であるため、一重項励
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起状態からの発光は蛍光、三重項励起状態からの発光は燐光と呼ばれる。電界発光層から
の発光とは、どちらの励起状態が寄与する場合も含まれる。更には、蛍光と燐光を組み合
わせて用いてもよく、各ＲＧＢの発光特性（発光輝度や寿命等）により選択することがで
きる。
【０２１５】
　電界発光層１３０３は、第１の電極側から順に、ＨＩＬ（ホール注入層）、ＨＴＬ（ホ
ール輸送層）、ＥＭＬ（発光層）、ＥＴＬ（電子輸送層）、ＥＩＬ（電子注入層）の順に
積層されている。なお電界発光層は、積層構造以外に単層構造、又は混合構造をとること
ができる。
【０２１６】
　また、電界発光層１３０３として、フルカラー表示とする場合、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ
）、青色（Ｂ）の発光を示す材料を、それぞれ蒸着マスクを用いた蒸着法、又はインクジ
ェット法などによって選択的に形成すればよい。具体的には、ＨＩＬとしてＣｕＰｃやＰ
ＥＤＯＴ、ＨＴＬとしてα－ＮＰＤ、ＥＴＬとしてＢＣＰやＡｌｑ3、ＥＩＬとしてＢＣ
Ｐ：ＬｉやＣａＦ2をそれぞれ用いる。また例えばＥＭＬは、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの発
光色に対応したドーパント（Ｒの場合ＤＣＭ等、Ｇの場合ＤＭＱＤ等）をドープしたＡｌ
ｑ3を用いればよい。なお、電界発光層は上記積層構造の材料に限定されない。例えば、
ＣｕＰｃやＰＥＤＯＴの代わりに酸化モリブデン（ＭｏＯｘ：ｘ＝２～３）等の酸化物と
α－ＮＰＤやルブレンを共蒸着して形成し、ホール注入性を向上させることもできる。こ
のような材料は、有機材料（低分子又は高分子を含む）、又は有機材料と無機材料の複合
材料を用いることができる。
【０２１７】
　また白色の発光を示す電界発光層を形成する場合、カラーフィルター、又はカラーフィ
ルター及び色変換層などを別途設けることによってフルカラー表示を行うことができる。
カラーフィルターや色変換層は、例えば第２の基板（封止基板）に設けた後、張り合わせ
ればよい。カラーフィルターや色変換層はインクジェット法により形成することができる
。勿論、白色以外の発光を示す電界発光層を形成して単色の発光装置を形成してもよい。
また単色表示が可能なエリアカラータイプの表示装置を形成してもよい。
【０２１８】
　また第１の電極及び第２の電極１３０４は仕事関数を考慮して材料を選択する必要があ
る。但し第１の電極及び第２の電極は、画素構成によりいずれも陽極、又は陰極となりう
る。本実施例では、駆動用ＴＦＴの極性がＮチャネル型であるため、第１の電極を陰極、
第２の電極を陽極とすると好ましい。また駆動用ＴＦＴの極性がＰチャネル型である場合
、第１の電極を陽極、第２の電極を陰極とするとよい。
【０２１９】
　駆動用ＴＦＴの極性がＮチャネル型であるため、電子の移動方向を考慮すると、第１の
電極を陰極、ＥＩＬ（電子注入層）、ＥＴＬ（電子輸送層）、ＥＭＬ（発光層）、ＨＴＬ
（ホール輸送層）、ＨＩＬ（ホール注入層）、第２の電極を陽極と順に積層すると好まし
い。
【０２２０】
　第２の電極を覆うパッシベーション膜として、ＤＬＣ等をスパッタリング法やＣＶＤ法
により絶縁膜を形成するとよい。その結果、水分や酸素の侵入を防止することができる。
また第１の電極、第２の電極、その他の電極により、表示手段の側面を覆って酸素や水分
の侵入を防ぐこともできる。次いで、封止基板を張り合わせる。封止基板により形成され
る空間には、窒素を封入してもよいし、さらに乾燥剤を配置してもよい。また、封止基板
により形成される空間には、透光性を有し、吸水性の高い樹脂を充填してもよい。
【０２２１】
　またコントラストを高めるため、偏光板又は円偏光板を設けてもよい。例えば、表示面
の一面又は両面に偏光板、若しくは円偏光板を設けることができる。
【０２２２】
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　このように形成された構造を有する発光装置において、本実施例では第１の電極及び第
２の電極に透光性を有する材料（ＩＴＯ若しくはＩＴＳＯ）を用いる。そのため、信号線
から入力されるビデオ信号に応じた輝度で電界発光層から光が両矢印方向１３０５、１３
０６に出射する。また、図１４（Ａ）とは一部構成が異なる他の構造例を図１４（Ｂ）に
示す。
【０２２３】
　図１４（Ｂ）に示す発光装置の構造は、駆動回路部１３１０及び画素部１３１１に、チ
ャネルエッチ型のＮチャネル型ＴＦＴを設けている。このチャネルエッチ型のＴＦＴの作
製方法は、実施の形態４に示したため、ここでは詳細な説明は省略することとする。
【０２２４】
　図１４（Ａ）と同様に、画素部１３１１に形成された発光素子と接続されるＮチャネル
型ＴＦＴは、駆動用ＴＦＴ１３０１と表記する。図１４（Ａ）は第１の電極は非透光性、
好ましくは反射性の高い導電膜とし、第２の電極１３０４は透光性を有する導電膜とする
点が図１４（Ａ）と異なる。そのため、光の射出方向１３０５は封止基板側のみである。
また、図１４（Ａ）とは一部構成が異なる他の構造例を図１４（Ｃ）に示す。
【０２２５】
　図１４（Ｃ）に示す発光装置の構造は、駆動回路部１３１０及び画素部１３１１に、チ
ャネルストップ型のＮチャネル型ＴＦＴを設けている。このチャネルストップ型のＴＦＴ
の作製方法は、実施の形態５に示したため、ここでは詳細な説明は省略することとする。
【０２２６】
　図１４（Ａ）と同様に、画素部１３１１に形成された発光素子と接続されるＮチャネル
型ＴＦＴは、駆動用ＴＦＴ１３０１と表記する。図１４（Ｃ）は、第１の電極は透光性を
有する導電膜とし、第２の電極１３０４は非透光性、好ましくは反射性の高い導電膜とす
る点が図１４（Ａ）と異なる。そのため、光の出射方向１３０６が基板側のみである。
【０２２７】
　以上、各薄膜トランジスタを用いて発光装置の構造について説明したが、薄膜トランジ
スタの構成と、発光装置の構造はどのように組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】実施の形態に係る表示装置の構成を説明する回路図である。
【図２】実施の形態に係る表示装置の構成を説明する回路図である。
【図３】実施の形態に係る表示装置の構成を説明する回路図である。
【図４】実施の形態に係る表示装置の構成を説明する回路図である。
【図５】実施の形態に係る表示装置の構成を説明する回路図である。
【図６】画素部を駆動する信号線駆動回路に入力するビデオ信号の補正を行う一例を示す
図。
【図７】画素部を駆動する信号線駆動回路に入力するビデオ信号の補正を行う一例を示す
図。
【図８】実施の形態に係るＥＬ表示パネルの作製工程を示す断面図。
【図９】実施の形態に係るＥＬ表示パネルの作製工程を示す断面図。
【図１０】実施の形態に係るＥＬ表示パネルを示す上面図。
【図１１】実施の形態に係るＥＬ表示モジュールを示す図。
【図１２】実施の形態に係るＥＬ表示モジュールを示す図。
【図１３】レーザビーム描画装置の構成を示す図。
【図１４】実施の形態に係るＥＬ表示パネルの構成を示す断面図。
【図１５】液滴吐出装置の構成を示す斜視図。
【図１６】電子機器の一例を示す図。
【図１７】発光素子の電圧電流特性と温度の関係のグラフ。
【図１８】実施の形態に係る表示装置の構成を説明する回路図である。
【符号の説明】
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【０２２９】
１００　基板
１１２　導電膜パターン
１１５　金属配線
１１７　引出電極
１１８　ゲート絶縁膜
１１９　島状の半導体膜
１２０　ｎ型の半導体膜
１２１　マスク
１２２　ドレイン配線
１２３　ドレイン配線
１２４　チャネル形成領域
１２５　ドレイン領域
１２６　ソース領域
１２７　保護膜
１２８　層間絶縁膜
１２９　ピラー
１３０　第１の電極
１３４　隔壁
１３５　封止基板
１３６　有機化合物を含む層
１３７　第２の電極
１３８　充填材
１４０　配線
１４１　端子電極
１４５　異方性導電膜
１４６　ＦＰＣ
２００　基板
２０１　画素部
２０２　画素
２０３　走査線側入力端子
２０４　信号線側入力端子
３００　基板
３０１　画素部
３０２　駆動回路
３０４ａ　テープ
３０４ｂ　テープ
３０５ａ　ドライバＩＣ
３０５ｂ　ドライバＩＣ
４０１　レーザビーム描画装置
４０２　パーソナルコンピュータ
４０３　レーザ発振器
４０４　電源
４０５　光学系
４０６　音響光学変調器
４０７　光学系
４０８　基板
４０９　基板移動機構
４１０　Ｄ／Ａ変換部
４１１　ドライバ
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４１２　ドライバ
１３０１　駆動用ＴＦＴ
１３０２　絶縁膜
１３０３　電界発光層
１３０４　第２の電極
１３０５　両矢印方向
１３０６　両矢印方向
１３１０　駆動回路部
１３１１　画素部
１５００　基板
１５０３　領域
１５０４　撮像手段
１５０５ａ　ヘッド
１５０５ｂ　ヘッド
１５０５ｃ　ヘッド
１５０７　ステージ
１５１１　マーカー
１８０１　選択トランジスタ
１８０２　駆動トランジスタ
１８０３　ソース信号線
１８０４　第１電源供給線
１８０５　第２電源供給線
１８０６　発光素子
１８０７　ゲート信号線
１８０８　ビデオ用電流源回路
１８０９　保持トランジスタ
１８１０　容量素子
１８１１　変換トランジスタ
１８１２　配線
２００１　筐体
２００２　支持台
２００３　表示部
２００５　ビデオ入力端子
２２０１　本体
２２０２　筐体
２２０３　表示部
２２０４　キーボード
２２０５　外部接続ポート
２２０６　ポインティングマウス
２４０１　本体
２４０２　筐体
２４０３　表示部Ａ
２４０４　表示部Ｂ
２４０５　記録媒体読み込み部
２４０６　操作キー
２４０７　スピーカー部
２６００　充電器
２６０２　筐体
２６０３　表示部
２６０６　操作キー
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２６０７　スピーカー部
３００１　選択トランジスタ
３００２　駆動トランジスタ
３００３　ソース信号線
３００４　第１電源供給線
３００５　第２電源供給線
３００６　発光素子
３００７　ゲート信号線
３００８　シフトレジスタ
３００９　アナログスイッチ
３０１０　ビデオ線
３０１１　モニタ用発光素子
３０１２　第３電源供給線
３０１３　モニタ用電流源
３０１４　モニタ用駆動トランジスタ
３０１５　電圧フォロワ回路
４００５　第２電源供給線
４０１１　モニタ用発光素子
４０１２　第１電源供給線
４０１３　モニタ用電流源
４０１４　モニタ用駆動トランジスタ
４０１５　電圧フォロワ回路
４０３１　ビデオ信号生成回路
５００４　第１電源供給線
５００５　第２電源供給線
５０１１　モニタ用発光素子
５０１２　第１電源供給線
５０１３　モニタ用電流源
５０１４　モニタ用駆動トランジスタ
５０１５　電圧フォロワ回路
６００１　選択トランジスタ
６００２　駆動トランジスタ
６００３　ソース信号線
６００４　第１電源供給線
６００５　第２電源供給線
６００６　発光素子
６００７　ゲート信号線
６００８　ビデオ用電流源回路
６００９　保持トランジスタ
６０１０　容量素子
６０１１　モニタ用発光素子
６０１２　第１電源供給線
６０１３　モニタ用電流源
６０１４　モニタ用駆動トランジスタ
６０１５　電圧フォロワ回路
６０３１　ビデオ信号生成回路
７００１　選択トランジスタ
７００２　駆動トランジスタ
７００３　ソース信号線
７００４　第１電源供給線
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７００６　発光素子
７００７　ゲート信号線
７００８　シフトレジスタ
７００９　保持トランジスタ
７０１０　容量素子
７０１１　モニタ用発光素子
７０１２　第２電源供給線
７０１３　モニタ用電流源
７０１４　モニタ用駆動トランジスタ
７０１５　電圧フォロワ回路
７０１６　第２ゲート信号線
７０３１　ビデオ信号生成回路
７０４０　ビデオ線
９８０１　ソース信号線駆動回路
９８０２　ゲート信号線駆動回路
９８０３　画素部
９８０４　加算回路
９８０５　ビデオ入力端子
９８０６　差動増幅器
９８０７　バッファアンプ
９８０８　バッファアンプ
９８０９　電流源
９８１０　モニタＴＦＴ
９８１１　モニタ発光素子
９８１２　電極
９８１３　電流源
９８１４　モニタＴＦＴ
９８１５　モニタ発光素子
９９０１　ソース信号線駆動回路
９９０２　ゲート信号線駆動回路
９９０３　画素部
９９０４　加算回路
９９０５　ビデオ入力端子
９９０６　差動増幅器
９９０７　基準電源
９９０８　バッファアンプ
９９０９　電流源
９９１０　モニタＴＦＴ
９９１１　モニタ発光素子
９９１２　電極
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